Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

VALVD

Transistoren
Dioden

Mikrowellen-
Halbleiterbauelemente

Z-Dioden
Gleichrichterdioden
Thyristoren

Triacs

Ausgabe 1971

Page 1/36




Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

TRANSISTOREN

DIODEN

MIKROWELLEN-HALBLEITERBAUELEMENTE
Z-DIODEN

GLEICHRICHTER-DIODEN

THYRISTOREN

TRIACS

Das vorliegende Heft soll dem Zweck dienen, einen Uberblick (iber das VALVO-
Fertigungs-Programm zu geben. Es enthélt eine Aufstellung aller Transistoren,
Dioden, Mikrowellen-Halbleiterbauelemente, Z-Dioden, Gleichrichterdioden,
Thyristoren und Triacs mit Angabe der wichtigsten Grenz- und Kennwerte.

Die ausfiihrlichen technischen Daten sind den VALVO-Handblichern »Halbleiter-
dioden«, »Transistoren, Standardtypen«, »Transistoren, professionelle Typen
fur Analog- und Digital-Anwendungen«, »Feldeffekt-Transistoren«, »Halbleiter-
dioden und Transistoren fiir Diinn- und Dickfilmschaltungen«, »Halbleiterbau-
elemente fiir die professionelle HF-Technik« und »Thyristoren« (z. Z. in Vor-
bereitung) zu entnehmen.

Halbleiter-Bauelemente, die nur noch fiir Ersatzzwecke vorgesehen sind, wer-

den im vorliegenden Heft nicht bertlicksichtigt.

Das vorliegende Heft enthélt keine Aussagen liber die Lieferbarkeit.

VALVO GMBH HAMBURG 1

BURCHARDSTRASSE 19 - TELEFON 3296-1- FERNSCHREIBER 216 1891
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Typ Seite | Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite
AA 119 24 BAX 12 24 BCY 88 12 BFX 34 12 BSY 19 14 | cxy 13 27
BAX 13 24 BCY 89 12 BFX 47 6 CXY 14 27
AAY 34 2% BAX 15 24 BFX 63 6 BT 100A | 33
AAY 39 26 BAX 16 24 BD 115 20 BFX 89 6 BT 101 33 OA 47 24
AAY 39A | 26 BAX 17 24 BD 124 20 BT 102 33 | OA 90 24
AAY 50 (R) | 26 BAX 18 24 BD 131 20 BFY 50 12 OA 91 24
AAY 51 (R) 26 BD 132 20 BFY 51 12 BTW 23 34 OA 95 24
AAY 52(R) | 26 BAY 96 o7 BD 135 20 BFY 52 12 BTW 24 34
BD 136 20 BFY 55 12 BTW 47 34 | 1N 914 24
AAZ 15 24 BD 137 20 BFY 67 14 | BTW 92 33 | 1N 914A | 24
A7 13 o4 BB 104 24 BD 138 20 BFY 67A | 14 1N 914B | 24
Az 18 54 BB 105 24 BD 139 20 BFY 67C | 14 BTX 35 33 | 1N 916 24
BB 106 24 BD 140 20 BFY 68 14 BTX 36 33 | 1N 916A | 24
BB 110 24 BD 145 20 BFY 68A | 14 BTX 37 34 | 1N 9168 | 24
AC 125 8 BB 113 24 BD 160 20 BFY 90 6 BTX 38 34 1N 4148 24
AC 126 8 BD 181 20 BTX 48 33 1N 4150 24
AC 127 8 ¢ 10 1 BD 182 20 BLX 13 22 BTX 49 34 1N 4151 24
AC 128 8 BC 107 1° BD 183 20 | BLX 14 22 BTX 81 34 | 1N 4154 24
AC 128K 8 gg }08 0 BLX 65 22 | BTX 82 34 | 1N 4446 24
AC 132 8 g 09 10 BDY 20 20 | BLX 66 22 BTX 94 35 | 1N 4448 24
AC 187 8 BC 140 10 BDY 38 20 | BLX 67 22
AC 188 8 BC 141 10 | Bpy 60 20 | BLX 68 22 BTY 79 33 | 2N 696 16
AC 187K 8 BC 146 10 | Bpy 61 20 | BLX 69 22 | BTY 87 33 | 2N 697 16
AC 188K 8 gc }4[3 10 BDY 62 20 BTY 91 a3 | 2N 706A | 16
C 14 10 | Bpy 90 20 | BLY 36 22 BTY 95 34 | 2N 708 16
AD 139 20 BC 149 10 BDY 91 20 BLY 53A | 22 2N 743 16
AD 149 20 BC 157 10 | Bpy 92 20 | BLY 55 22 | BU 105 20 | 2N 744 16
AD 161 20 BC 158 10 BLY 57 22 BU 108 20 | 2N 914 16
AD 162 20 BC 159 10 BF 115 6 BLY 58 22 BU 126 20 | 2N 929 16
BC 160 10 BF 167 6 BLY 59 22 2N 930 16
ADY 26 20 gg 161 10 BF 173 6 BLY 60 22 BXY 27 27 | 2N 1100 20
174 10 BF 177 12 BLY 87A | 22 BXY 28 27 | 2N 1613 16
ADZ 11 20 BC 177 10 BF 178 12 BLY 88A | 22 BXY 29 27 | 2N 1711 16
ADZ 12 20 BC 178 10 BF 179 12 BLY 89A | 22 BXY 32 27 | 2N 1893 16
BC 179 10 BF 180 6 BLY 90 22 2N 2102 16
AF 109R 6 BC 200 10 BF 181 6 BLY 91A | 22 BY 118 30 | 2N 2218 16
AF 118 8 BC 237 10 BF 182 6 BLY 92A | 22 BY 127 30 | 2N 2218A | 16
AF 121 6 BC 238 10 BF 183 6 | BLY 93A 22 BY 164 30 | 2N 2219 16
AF 121/07 6 BC 239 10 BF 184 6 BLY 94 22 BY 176 30 | 2N 2219A | 16
AF 1218 6 BC 307 10 BF 185 6 BY 179 30 | 2N 2221 16
AF 124 6 BC 308 10 BF 194 6 BR 100 35 BY 184 30 | 2N 2221A | 16
AF 125 6 BC 309 10 BF 195 6 BY 185 30 | 2N 2222 16
AF 126 6 BC 327 10 BF 196 6 BRY 39 35 BY 187 30 | 2N 2222A | 16
AF 127 6 BC 328 10 BF 197 6 2N 2207 16
AF 139 6 Bg 337 10 BF 200 6 BSV 15 14 BYX 10 30 | 2N 2368 16
AF 239 6 BC 338 10 BF 240 6 BSV 16 14 BYX 13 31 2N 2369 16
AF 2398 6 BC 413 10 BF 241 6 BSV 22 6 BYX 25 32 | 2N 2369A | 16
AF 267 6 BC 414 10 BF 254 6 BSV 52 14 BYX 29 32 | 2N 2405 16
AF 279 6 BC 415 10 BF 255 6 BSV 64 14 BYX 30 32 | 2N 2483 16
AF 280 6 BC 416 10 BF 311 6 BSV 68 14 BYX 32 31 2N 2484 16
BF 334 6 BSV 78 4 | BYX 34 32 | 2N 2904 16
AFY 16 6 BCW 29 10 BF 335 6 BSV 79 4 BYX 36 30 | 2N 2004A | 16
BCW 30 10 BF 336 12 BSV 80 4 BYX 38 31 | 2N 2905 16
ASY 26 8 BCW 31 10 BF 337 12 BSV 81 4 BYX 39 32 | 2N 2005A | 16
ASY 27 8 BCW 32 10 BF 338 12 BSV 86 14 | BYX 40 32 | 2N 2906 16
ASY 28 8 BCW 33 10 BSV 87 14 BYX 42 a1 | 2N 2006A | 16
ASY 29 8 BCW 46 10 BFR 29 4 BSV 88 14 BYX 45 32 | 2N 2907 16
ASY 73 8 BCW 47 10 BFR 63 12 BSV 96 14 BYX 48 a{ | 2N 2007A | 16
ASY 74 8 BCW 48 10 BFR 64 12 BSV 97 14 BYX 50 31 | 2N 3019 16
ASY 75 8 BCW 49 10 BSV 98 14 BYX 52 a1 | 2N 3020 16
ASY 76 8 BCW 56 10 BFS 17 6 BYX 55 31 | 2N 3053 16
ASY 77 8 BCW 57 10 BFS 18 6 BSW 33 14 |
ASY 80 8 BCW 58 10 BFS 19 6 BSW 41 14 BZX 48 28 | 2N 3055 20
BCW 59 10 BFS 20 6 BSW 58 14 | BzZX 49 28 | 2N 3375 22
ASZ 15 20 BFS 21 4 | Bsw s9 14 | BzX 50 28 | 2N 3442 20
ASZ 16 20 BCY 30 12 BFS 21 A 4 | Bsw 65 14 | Bzx 61 28 | 2N 3553 22
ASZ 17 20 BCY 31 12 BFS 22A | 22 | Bsw 66 14 | BzX 70 28 | 2N 3632 22
ASZ 18 20 BCY 32 12 BFS 23 A 22 BSW 67 14 BZX 75 28 2N 3700 16
BCY 33 12 BFS 28 4 | Bsw 68 14 BZX 79 28 | 2N 3701 16
AYY 10 31 BCY 34 12 BFS 92 12 BSW 69 14 2N 3819 4
BCY 38 12 BFS 93 12 BZY 78 28 | 2N 3823 4
BA 102 24 BCY 39 12 BFS 94 12 BSX 12 14 BZY 88 28 2N 3866 22
BA 145 24 BCY 40 12 BFS 95 12 BSX 12A 14 BZY 91 28 2N 3924 22
BA 148 24 BCY 54 12 BSX 19 14 BZY 93 28 | 2N 3926 22
BA 182 24 BCY 55 12 BFW 10 4 | Bsx 20 14 BZY 95 28 | 2N 3927 22
BA 216 24 BCY 56 12 BFW 11 4 BSX 21 14 BZY 96 28 | 2N 3963 16
BA 217 24 BCY 57 12 BFW 12 4 BSX 45 14 2N 3964 16
BA 218 24 BCY 58 12 BFW 13 4 BSX 46 14 CAY 10 27 | 2N 4033 16
BA 219 24 BCY 59 12 BFW 16A | 12 BSX 59 14 CAY 13 26 | 2N 4036 16
BCY 70 12 BFW 17A | 12 BSX 60 14 CAY 14 26 | 2N 4037 16
BAV 10 24 BCY 71 12 BFW 30 12 BSX 61 14 CAY 15 26 | 2N 4347 20
BCY 72 12 BFW 46 22 BSX 68 14 2N 4391 4
BAW 56 24 BCY 78 12 BFW 47 | 22 BSX 69 14 CXY 10 27 | 2N 4392 | 4
BAW 62 24 BCY 79 12 BFW 61 4 BSX 95 14 CcXY 11 27 | 2N 4303 4
BAW 95 26 BCY 87 12 BFW 92 6 | BSXx 9 14 | oxy 12 27 | 2N 4427 22
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FELDEFFEKT-TRANSISTOREN fiir Verstarkeranwendungen

Absolute Grenzwerte

Typ Art, Anwendung * Upg Ugs Iy (Ig) Pyt By, 9y
) \Y v mA mw °C
BFR 29 N-Kanal-MOS-Feldeffekt-Transistor 30 +15 50 200 125
BFS 21 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-
BFS 21 A Transistorpaare, fir Differenzverstérker 30 - 30 (10) 300 200
BFS 28 N-Kanal-MOS-Feldeffekt-Transistor-Tetrode 20 + 8 20 200 135
BFW 10 N-Kanal-S hicht-Feldeffekt-Transist 30 30 10 300 200
BEW 11 -Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren - (10)
BFW 12 . .
BFW 13 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren 30 - 30 (5) (150) 200
BFW 61 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor 25 - 25 (10) 300 200
2N 3819 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor 25 - 25 (10) 200 125
2 N 3823 N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor 30 - 30 (10) 300 200
FELDEFFEKT-TRANSISTOREN fiir Schalteranwendungen
Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ups s Ugs o Iy (Ig) Piot Py Oy
\ \ mA mwW °c
BSV 78 .
N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-
BSV 79 Transistoren fiir Schalteranwendungen 40 - 40 (50) 350 175
BSV 80
BSV 81 N-Kanal-MOS-Feldeffekt-Transistor 30 +15 50 200 195
(Verarmungstyp) fur MeBzerhacker -
2 N 4391 R
N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-
2 N 4392 Transistoren fiir Schalteranwendungen 40 - 40 (50) 350 200
2N 4393
MaBbild 1 MaBbild 2 MaBbild 3
JEDEC TO - 72 2 x JEDEC TO - 72 JEDEC TO - 72
DIN18A 4 2xDIN18A4 DIN18A4

mit Kiihischelle

) 1
L__ﬂ I] [I VD 720048 fa
27
min [I
f o1 2048
WAT20038.3/8 max
Das Substrat B
ist mit dem
Metallgehause Der AnschluB s ist mit dem Der AnschluB S, B ist mit dem
verbunden. Metallgehéuse verbunden. Metallgehause verbunden.
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Kennwerte R
Iss bei  Upg -Up bei Ups und I [V21s|  bei f th U MaBbild
mA \Y \% \' pA mS grd/mw
10-40 15 < 4 15 0,1 > 6 1 kHz 05 1
: > 1 15 <6 15 0,0005 > 1 1 kHz 0,59 2
L
<5 20 100 12,1 200 MHz 0,55 3
8-20 <8 > 35 1 kHz
: 410 15 <6 15 0,0005 > 32 200 MHz 059 4
1-5 < 25 > 2
0215 15 <12 15 0,0005 <3 1 kHz 0,59 4
§ > 2 1 kHz
2-20 15 <8 15 0,002 < e 10 Mhsg 0,59 4
. > 2 1 kHz
2-20 15 <8 15 0,002 < s 100 Mite 05 5
> 35 1 kHz
4-20 15 <8 15 0,0005 < 82 200 Mz 0,59 4
Kennwerte R
Ipss  bei Upg -Up bei Upg und I Tos ein Tos aus th U MaBbild
mA v \Y \ pA Q GQ grd/mw
> 50 3,75-11 < 25
> 20 15 2 -7 15 0,001 < 40 = 1000 0,43 6
> 10 1 -5 < 60
ahnlich BFR 29 ahnlich BFR 29 < 50 = 200 05 1
50-150 4 10 < 30
25- 75 20 2 -5 20 0,001 < 60 = 1000 05 6
5- 30 05 -3 < 100
MaBbild 4 MaBbild 6
JEDEC TO - 72 Magbild 5 JEDEC TO - 18
DIN18 A4 JEDEC TO - 92 DIN18A 3

127

=

VRT200% 118

Der AnschluB s ist mit dem
Metallgeh&duse verbunden.

127
mih ﬂ I:L
047
2%+

V2720095

Das Gate G
ist mit dem
Metallgehduse
verbunden.
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TRANSISTOREN fiir HF-Kleinsignalverstarkung

Absolute Grenzwerte
Anwendung
Typ Usso Uceo lcav lem Pyt 9,
Vorstufen | Mischstufen ZF-Stufen v Vv mA mA mw °C
N Germanium-PNP-Transistoren
AF 109 R bis 225 MHz 20 15 10 10 (60) 90
AF 121 bis 108 MHz bis 120 MHz bis 40 MHz 25 10 15 140 75
AF 121/07 bis 108 MHz bis 120 MHz bis 40 MHz 25 10 15 60 75
AF 121 S 40 MHz 32 10 15 150 920
AF 124 bis 108 MHz bis 120 MHz
AF 126 MW, LW MW, LW bis 10,7 MHz
AF 127 MW, LW MW, LW 450 kHz
AF 139 bis 860 MHz bis 900 MHz 20 15 10 10 (60) 90
AF 239 bis 860 MHz bis 800 MHz
AF 239 S bis 860 MHz | bis 900 MHz 20 15 15 v ®0) %0
AF 267 bis 860 MHz bis 900 MHz 20 15 10 10 (60) 90
AF 279 bis 860 MHz bis 900 MHz
AF 280 bis 900 MHz 5 10 0 (60 90
AFY 16 bis 860 MHz bis 900 MHz 30 25 8 8 (60) 90
SHizium-NPN-Transistoren
BF 115 bis 108 MHz bis 120 MHz bis 40 MHz 50 30 30 30 (145) 175
BF 167 40 MHz 40 30 25 25 (130) 175
BF 173 40 MHz 40 25 25 25 (260) 175
BF 180 bis 860 MHz
BF 181 bis 900 MHz 30 20 20 20 150 175
BF 182 bis 900 MHz
BF 183 Osz. bis900MHz 25 20 15 15 150 175
BF 184 . . .
BF 185 bis 108 MHz bis 120 MHz bis 10,7 MHz 30 20 30 30 (145) 175
BF 194 . . ]
BF 195 bis 108 MHz bis 120 MHz bis 10,7 MHz 30 20 30 30 250 125
BF 196 40 MHz 30
BF 197 20 MHz 40 25 25 25 250 125
BF 200 bis 225 MHz bis 260 MHz 30 20 20 20 150 175
BE 2 KW, MW, LW | bis 10,7 MHz 0 40 25 25 (255 150
Br 2 bis108MHz | bis120MHz | bis 10,7 MHz 30 20 30 30 300 125
BF 311 40 MHz 35 25 40 40 350 140
g: ggg KW, MW, LW | bis 10,7 MHz 40 30 25 25 250 125
BFS 17 ) bis 860 MHz bis 900 MHz 30 15 25 50 110 125
BFS 18 ' .
BFS 19 1; bis 108 MHz bis 120 MHz bis 40 MHz 30 20 30 30 110 125
BFS 20 ') bis 40 MHz 30 20 25 25 110 125
BFW 92 , 25 15 25 50 (130) 125
BFX 47 Breitbandverstarker 30 20 40 200 200
BFX 89 bis in den GHz-Bereich 30 15 25 50 200 200
BFY 90 30 15 25 50 200 200
") fur Diinn- und Dickfilmschaltungen
MaBbild 11 MaBblld 12 MaBblid 13 MaBbiid 14 MaBbild 15
JEDEC TO - 72 DIN18B 4 JEDEC TO - 72 SOT - 37 SOT - 25
DIN18A 4 DIN18A4
8 ®
reperd 258
E c 3 y A A
= j 5 == gz Timax
¥ —ef2see2sifel 15
Tl e I
— S )
max max
" y

-Der AnschluBl s ist mit dem
Metallgehause verbunden.

Der AnschiuB s ist mit dem
Metalligehduse verbunden.

Der AnschluB s ist mit dem
Metallgeh@use verbunden.
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Kennwerte bei J; = 25°C Betriebswerte A
[Yzre| |Yaro| |Yize| |Yizu| bei f fr v, F bei f th v MaBbild
mS mS nS nS MHz MHz dB dB MHz grd/mw
37 170 200 16,5 48 200 075 11
80 100 35
- 420 100 270 19 45 100 0,45 12
80 100 35
a4 320 100 270 19 45 100 0,75 13
80 100 35 270 0,43 12
16 450 100 14 8 100
15 450 100 15 1
34 80 10,7 75 ’ 0,75 13
32 100 10,7 22 15 1
37 4 0,45 36 0,45
14 400 800 800 1
a7 170 200 550 11 7 0,75 1
650 14 5 800
780 5 <5 800 0.75 "
780 12 <6 900 0,6 14
780 16 <5 800
14
550 12 7 800 06
14 400 800 550 11 7 800 0,75 11
33 220 100 230 4 100 0,9 13
95 37 35 350 26 3 35 1,0 13
145 55 35 550 2% U, =6V 35 0,65 13
29 780 800 675 9 7 900 10 1
27 780 800 600 8 900 '
18 1500 900 650 10 7.4 900 10 11
18 1300 900 800 12 900 ’
33 380 100 300
33 220 100 220 4 100 0.9 13
33 450 100 260 4 100 04 15
34 440 100 200 4 100 ’
105 47 35 400 42 3 35 " 15
170 67 35 550 43 35 '
56 160 100 650 28 2 100 1,0 11
430
36 18 10,7 400 0,39 16
33 410 100 260
3 400 100 200 4 100 0,33 17
370 91,5 35 750 0,33 18
430 1,4
36 18 10,7 370 18 1 04 15
1200 45 500 0,9 19
200 4 100
260 4 100 0.9 19
450 0,9 19
1600 11 800 0,4 20
1000 15 750 0,88 11
1200 7 7 800 0,88 11
45 1550 500 1400 8 55 800 0,88 11
Mas8bild 16 MaBbild 17 MasBblid 18 Magbild 19 MaBbild 20
=~ JEDEC TO - 92 SOT - 30 =~ JEDEC TO - 92 SOT-23 SOT - %7
77 x
; CEB W —etas : cCEB " 2‘?;“ s 0.5max
- a3, ) yx ng:ﬁ =
b Lase s E tzﬁaj» = ? ; } 1 T
i —»{ 48max ¢-0m5.2- 52 ot ’ é E
52 5‘2 f = (‘: ?3 ﬁ
m || e b =\ =% | L
1 t f I.I ” IJ T T T “085max - J‘ﬂm\mnms [e———12.4 min ———#] 320057
25 o I] ” Y be2maxe-
min o= U
|] 4 @047 lHﬂ””‘“
—o{ a0 048 ] vz 720087
max
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GERMANIUM-TRANSISTOREN kleiner und mittlerer Leistung

Der Farbpunkt
kennzeichnet den
KollektoranschluB.

i

Die Eindellung
kennzeichnet den
KollektoranschluB.
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Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucgo Uceo Io av lowm Piot 3,
\Y \" mA mA mw °c
“AC 125 PNP, fiir NF-Vor- und -Trei f 32 1 <
AC 126 , fur NF-Vor- und -Treiberstufen 2 200 200 500 > 90
AC 127 NPN N 32 12 500 500 < 340 > 90
fiir NF-Endstufen
AU 128 PNP i 32 16 1000 2000 < 1000 > 90
AC 132 PNP } auch als komplementére Paare 32 12 200 200 < 500 > 90
AC 128 K | PNP, fur NF-Endstufen 32 16 1000 2000 < 1000 > 90
AC 187 NPN komplementéres Paar
AC 188 PNP fiir NF-Endstufen 5 5 1000 2000 < 800 > 90
AC 187 K NPN komplementéres Paar
AC 188 K | PNP fir NF-Endstufen 25 15 1000 2000 < 800 > 90
AF 118 PNP, fur Breitbandverstarker 70 70 30 30 200 75
ASY 26 PNP-Schalttransistoren 30 15 200 300 150 85
ASY 27 25
:g}’ » NPN-Schalttransistoren gg 15 200 300 150 85
ASY 73
ASY 74 NPN-Schalttransistoren 30 15 400 400 140 75
ASY 75
ASY 76 40 20
ASY 77 PNP-Schalttransistoren 60 20 500 1000 240 85
ASY 80 40 32
MaBbild 21 MaBbild 22
JEDECTO -1 JEDECTO -1
DIN1A3 DIN1A3
mit Kiihlklotz
E\B_ [
&
N
—{1,8 jo
le— 7 —]
i t
34
b B‘f
r, —————— N
1 I max
' '
! !
! |
! 4
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| fur Verstarker- und Schalteranwendungen

’ Kennwerte bei 9, = 25°C a
! B(f) bei I lego bei  Ugg Usgsat bei Ic fr thu MaBbild
: mA pA v v mA MHz grd/mw
95 > 1,3
. 135 50 < 10 10 < 05 100 S 17 0,3 21
105 50 < 15 10 <A1 500 > 1,5 0,117%)
: 90 50 < 10 10 <06 1000 > 1,0 0,04*) 21
! 115 50 < 10 10 < 0,35 200 > 1,3 0,05%)
90 300 < 10 10 < 06 1000 > 1,0 0,045 %) 22
< 25 < 08 *
) 200 300 < 15 10 < 06 1000 > 1,0 0,04*) 21
: < 25 <08 *
200 300 < 15 10 < 06 1000 > 1,0 0,045") 22
180 10 < 6 <5 30 > 125 0,25 23
30- 80 > 4
50-150 20 < 3 5 < 0,25 50 S 6 0,4 24
30- 80 > 4
50-150 20 < 3 5 < 0,25 50 S 10 0,4 24
> 25 50 > 4
> 40 50 < 3 5 < 0,22 50 > 6 0,35 24
> 65 50 > 10
> 25 300 <03 300 > 0,5
> 25 300 < 10 10 <03 300 > 0,5 0,25 24
> 50 300 < 04 300 > 0,7
*) Rth G
MaBbild 23 MaBbild 24
JEDECTO -7 JEDECTO -5
DIN7A4 DIN5S5A3
EB s C
o]
2 L l122
4,88
"ml.
>
)
¢
I ; :
P E
381
—wlle—0458 B H ’H‘
VKT200331/8 ?'&LXB
Der AnschluB s Die Basis
ist mit dem ist mit dem
Metallgehause Metallgehduse
verbunden. verbunden.
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SILIZIUM-TRANSISTOREN kleiner und mittlerer Leistung

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucgo Uceo Ioav Iowm Py 3,
Vv \Y mA mA mwW °C
[ BC 107 50 45
BC 108 NPN-Planar-Epitaxial-NF-Transistoren 30 20 } 100 200 300 175
BC 109 ') 30 20
BC 140 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 80 40
BC 141 fir Verstirker- und Schalteranwendungen 100 60 1000 1000 < 8700 > 175
BC 146 NPN-Planar-Epitaxial, fir Horgeréte 20 20 50 50 (50) 125
BC 147 50 45
BC 148 NPN-Planar-Epitaxial-NF-Transistoren 30 20 } 100 200 250 125
BC 149 ) 30 20
BC 157 50 45
BC 158 PNP-Planar-Epitaxial-NF-Transistoren 30 25 100 200 250 125
BC 159 ) 25 20
BC 160 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 40 40
BC 161 fur Verstérker- und Schalteranwendungen 60 60 1000 ‘1000 < 3700 > 175
NPN-Planar-Epitaxial-Transistor
BC 174 flir Verstérker- und Schalteranwendungen 64 100 300 125
BC 177 50 45
BC 178 PNP-Planar-Epitaxial-NF-Transistoren 30 25 100 200 300 175
BC 179 ) 25 20
BC 200 PNP-Planar-Epitaxial, fiir Horgeréte 20 20 50 50 (50) 125
BC 237 50 45
BC 238 NPN-Planar-Epitaxial-NF-Transistoren 30 20 100 200 300 125
BC 239 ) 30 20
BC 307 50 45
BC 308 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 30 25 100 200 300 125
BC 309 ) 25 20
BC 327 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 45
BC 328 fiir Treiber- und Endstufen 25 500 1000 625 150
BC 337 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 45
BC 338 fiir Treiber- und Endstufen 25 500 1000 625 150
1
Be o ,; NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren = 30 100 (240) 125
BC 415 ) . . 45 30
BC 416 ) PNP-Planar—Entaxnal-Tranmstoren 50 45 100 (240) 125
BCW 29 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren
BCW 30 fiir Dinn- und Dickfilmschaltungen 30 20 50 200 110 125
BCW 31 G ]
NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren
BCwW a2 fiir Diinn- und Dickfilmschaltungen 30 20 S0 200 110 125
BCW 33
BCW 46 80 60
BCW 47 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 50 45 ’
BCW 48 fir Verstéarker- und Schalteranwendungen 30 20 100 200 (200) 150
BCW 49 30 20
BCW 56 80 60
BCW 57 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 50 45
BCW 58 fiir Verstrker- und Schalteranwendungen 30 20 100 200 (200) 150
BCW 59 30 20
') rauscharme Vorstufen-Transistoren
MaBbild 31 MaBbiid 32 MaBbild 33 MaBbild 34
JEDEC TO - 18 JEDEC TO - 39 SOT - 42 SOT - 25
DIN18A3 DIN5C3
055
uid

127

=

Der Kollektor
ist mit dem
Metallgehause
verbunden.

vz 120098

Der Kollektor
ist mit dem
Metallgehause
verbunden.
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Kennwerte bei 9, = 25 °C
: B(f) bei Iy lcge bei  Ugg Uggea bei 1o fr R MaBbild
! mA pA \Y v mA MHz grd/mw
L 110-450
. 110-800 2 < 15 (1860°C) 20 0,09 10 300 0,5 31
: 200-800
| < 100 (150 °C) 40 N
l 40-250 100 < 100 (150°C) 60 0,7 1000 > 50 0,035%) 32
‘ (220) 0,2 0,18 2 150 16 33
110-450
110-800 2 < 5 (125°C) 20 0,09 10 300 04 34
200-800
75-220 '
75-450 2 < 4 (125°C) 20 0,075 10 150 - 0,4 34
110-450
< 100 (150°C) 40 «
40-250 100 < 100 (150°C) 60 0,7 1000 > 50 0,035%) 32
110-450 2 0,07 10 250 a5
75-220
75-450 2 < 10 (150°C) 20 0,075 10 150 0,5 31
110450
(140) 0,2 < 04 20 0,2 2 90 16 33
110-450
110-800 2 < 15 (125°C) 20 0,09 10 300 0,33 35
200-800
75-220
110-450 2 < 15 (125°C) 20 0,075 10 150 0,33 35
110450
100-600 100 < 5 (150°C) 20 < 07 500 100 0,25 36
100-600 100 ‘< 5 (150°C) 20 < 07 500 200 0,25 36
200-800 2 < 0,015 30 0,09 10 250 0,33 35
110-800 2 < 0,015 30 0,075 10 200 0,33 35
120-160
215500 2 < 01 20 0,08 10 150 0,9 37
110-220
200-450 2 < 01 20 0,12 10 300 09 37
420-800
110-450
110-450
110-800 2 < 01 20 0,09 10 300 0,5 38
200-800
110-220
110220
110-450 2 < o1 20 0,1 10 130 05 38
110-450
)R a
MaBblid 35 MaBbild 36 MaBblid 37 MaBbild 38
SOT - 30 =~ JEDEC TO - 82 SOT-23 SOT-33
177 CBE le———2.9max—
0 —al254 ‘ @ - 19
42max C e c:azx ’ " -}
¢ ) bojelase ? s T . ;L
, ] i =i apas 091 min ‘ g £
& 2 \ ; g
t ”H” ¥ ” f - —ol Losamax
u‘7 VO 7200135
min |”‘ 5 rlnzlz 12max
Y W__IU
wnm‘;}ux .-nmo::

075

vz 720090
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SILIZIUM-TRANSISTOREN kleiner und mittlerer Leistung

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucgo Uceo Is av Iowm Py 9,
\Y \ mA mA mw °C
BCY 30 64 50
BCY 31 64 50
BCY 32 PNP-NF-Transistoren 64 50 50 100 250 150
BCY 33 32 25
BCY 34 32 25
BCY 38 32 24
BCY 39 . 64 60
BCY 40 PNP-NF-Transistoren 30 o4 250 500 < 500 > 150
BCY 54 50 50
NPN-Planar-Transistorpaar
BCY 55 fiir Differenzverstirker 45 45 2x30 2x60 (2x300) 175
BCY 56 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 45 45
BCY 57 fir NF- und MeBverstarker 25 20 100 200 300 175
BCY 58 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 32 32
BCY 59 fur Verstéarker- und Schalteranwendungen 45 45 200 200 (350) 200
BCY 70 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 50 40
BCY 71 flr NF- und MeBverstarker 45 45 100 200 350 200
BCY 72 und Schalteranwendungen 25 25
BCY 78 PNP-Planar-Epitaxial- 32 32
BCY 79 NF-Vorstufen-Transistoren 45 45 200 200 (320) 200
BCY 87 ;
NPN-Planar-Doppeltransistoren
gg¥ gg fur rauscharme Differenzverstarker 45 40 2x30 2x30 2x150 175
BF 177 NPN-Planar, fiir Video-Endstufen 100 60 50 50 (600) 200
BF 178 NPN-Planar, fir Video-Endstufen 185 115 50 50 < 1700 > 200
NPN-Planar,
BF 179 for Farbdifferenz-Endstufen 250 15 50 50 < 1700 > 200
BF 336 . g 185 180
NPN-Planar-Transistoren fiir Video-Endstufen
BF 337 . . = 250 200 100 200 < 3000 > 200
BF 338 in SchwarzweiB- und Farbfernsehempfangern 300 205 }
BFR 63 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren
BFR 64 fr Breitbandverstarker bis UHF 40 2 200 500 < 3500 > 150
BFS 92 100 60
BFS 93 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 100 60
BFS 94 flr Verstarker und Schalteranwendungen 80 40 1000 1000 /5000 / 200
BFS 95 40 35
BFW 16 A NPN-Planar-Epitaxial- flir UHF
BFW 17 A Transistoren fiir Breitbandverstarker | fir VHF 40 25 150 300 < 1500 > 200
NPN-Planar-Epitaxial-Transistor
BFW 30 fir Breitbandverstarker 20 10 50 100 250 200
NPN-Planar-Epitaxial-Transistor
BFX 34 fiir Verstarker und Schalter 120 60 2000 5000 / 5000 / 200
BFY 50 80 35
g:¥ g; NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 23 gg 1000 1000 < 4000 > 200
BFY 55 flir Verstarker und Schalter
(2 N 2297) 80 35 1000 1000 < 4000 > 200
MaBbild 41 MaBbliid 42 MaBbild 43 MaBbild 44
JEDECTO -5 Aluminium-Klotz JEDEC TO - 18
DINSA3 DIN18A3

VZ 72000

Die Transistoren sind

gegen den Aluminium-Klotz

isoliert.
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vz 720100

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehduse verbunden.
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fiir Verstiarker-pmdSehattertifivvenclungen il WAHOTSIgUAHT-MUIRLEZ

stowsnang} ojuicedAKennwerte bei 9, = 25 °C
BAA)  beit gy o va ot leppsotbel ; ablcg Usgsat bel  Ic on Riny MaBbiid
2 Wim mAAIT \ mA grd/mW
: (25) |
i (35) e !
od88) w el ooor ae i < 055 nsiegens d
(25) o a7 i 1eiBnod bow ik
(35) - !
p— D — y
8780 <« WY Eai  0NH0 ‘ 9 ﬂrx,;m. a1 0,3
¢ 35 5 Lag 0T < Bé 1afien i)%’) briu st 2&5/*;)’! 0,12%)
50 ) s sisaniindod labatic ]
5T Tt TS Hore ik
100-300 001 | < nagﬂmbr!wmmo«fnﬂt 0,33
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SV T ocE RS e o K
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> 50 orot e T B A TB e ' ]
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SILIZIUM-TRANSISTOREN kleiner und mittlerer Leistung

) Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Uso Uceo lcav lem Pt 9,
\ v mA mA mwW “Cc
BFY 67 (2N 1613) 75 30
BFY 67 A . 60 30
BFY 67 C pPN-Planar- Transistoren 50 25 |\ 500 1000 /3W/ 200
BFY 68 (2N 1711) 75 30
BFY 68 A 60 30
BSV 15 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 40
BSV 16 fir Verstérker und Schalter go 1000 1000 <37W> 175
NPN-Planar-Epitaxial-Schalttransistor
BSV 52 fiir Diinn- und Dickfilmschaltungen 20 12 50 200 10 125
BSV 64 NPN-Planar-Epitaxial-Schalttransistor 100 60 2A 5A <2W> 200
PNP-Planar-Epitaxial, zur Steuerung
BSV 68 von Ziffernanzeigeréhren 120 100 100 200 300 175
BSV 86 A . 75 30
NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren }
BSV 87 - 5 75 30 400 1000 (220) 150
BSV 88 flir Verstarker und Schalter 60 o5
BSV 9 — ;
PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren
BSV 97 flr Verstarker und Schalter 30 30 300 800 ~220- 150
BSV 98
BSW 33 NPN-Planar-Epitaxial-Schalttransistor 40 32 100 200 (125) 150
NPN-Planar-Epitaxial, flr Treiber-
BSW 41 stufen in Magnetkernspeichern 40 25 300 500 /1w/ 200
BSW 58 NPN-Planar-Epitaxial, 40 15
BSW 59 fiir schnelle logische Schaltungen 30 12 500 (125) 125
BSW 65 NPN-Planar-Epitaxial-Schalttransistor 80 80 1000 2000 /5W/ 200
BSW 66 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 100 100 l
BSW 67 ; ; 120 120 1000 2000 /5W/ 200
BSW 68 zum Schalten induktiver Lasten 150 150 J
NPN-Planar-Transistor zur Steuerung '
BSW 69 von Ziffernanzeigeréhren 150 50 50 (125) 125
BSX 12 NPN-Planar-Epitaxial, fur Treiberstufen 12
BSX 12A in Magnetkernspeichern 25 15 1000 1000 <3W> 200
BSX 19 (2 N 2368) NPN-Planar-Epitaxial, fiir sehr
BSX 20 (2 N 2369) schnelle logische Schaltungen 40 15 500 360 200
NPN-Planar-Epitaxial, zur Steuerung
BSX 21 von Ziffernanzeigerohren 120 80 100 250 300 175
BSX 45 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren 40
BSX 46 fiir Veerstérker und Schalter go 1000 1000 /5W/ 200
BSX 59 - - 45
NPN-Planar-Epitaxial, fiir Treiber-
gg;(( g? stufen in Magnetkernspeichern 70 ig } 1000 1000 800 200
BSX 68 NPN-Planar-Epitaxial- 15
BSX 69 Schalttransistoren 30 20 100 200 (125) 150
BSX 95 NPN-Planar-Epitaxial-Transistoren
BSX 96 far Verstarker und Schalter 75 8 500 1000 /3W/ 200
BSY 19 (2 N 708) NPN-Planar-Epitaxial-Schalttransistor 40 15 200 200 /1200/ 200
MaBblid 51 MaBblld 52 MaBbild 53
JEDEC TO - 39 SOT -23 JEDEC TO - 18
DIN5SC3 DIN18A3
[———2,9max *”ﬂ
—19——
o [:;95_.‘
il |
} E | B | &
0,01 min ' g‘g
] ¢ [
- I ppwryemes
"'ZM.; YO 7200135
66 53
max max
127 12..7
min min
1. .
vz 12000 max WT20035/8 max
Der Kollektor ist mit dem Der Kollektor ist mit dem
Metaligehéuse verbunden. Metallgehéuse verbunden.
Page 14/36




Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

fiir Verstarker und Schalteranwendungen

Kennwerte bei 9, = 25 °C
B() bei I leg o Ugg Usgear bei o fr R u MaBbild
mA pA Vv \' mA MHz grd/mw
> 40 < 0,01 60 <15 150 > 60
> 40 < 0,075 30 <15 150 > 60
> 30 150 < 0,02 25 < 06 50 > 60 0,058%) 51
| > 100 < 0,01 60 <15 150 > 70
{ > 100 < 0,075 30 <15 150 > 70
: 40-250 100 <10 500 > 50 0,035%) 51
i
> 40 10 < o1 10 < 0,25 10 > 400 0,9 52
> 40 2A <10 60 <1 SA 100 0,05%) 51
> 50 25 < 20 (70°C) 100 05 53
100-300 < 01 60
40-120 150 < 01 60 <02 150 > 100 0,45 54
> 35 < 01 30
100-250 < o1 20
40120 150 < 01 20 < 05 300 75 0,45 54
> 30 < 01 20
60-180 10 < 05 20 03 10 > 175 0,6 54
> 20 500 < 05 30 <07 500 > 250 0,175%) 53
> 40 10 > 400
S 60 10 < 04 20 <03 10 S 500 0,6 54
> 30 500 < 01 40 < 04 500 80 0,035%) 51
< 01 50 < 04
> 30 500 < o1 60 <04 500 80 0,035%) 51
< 01 75 <05
> 30 4 < 01 100 < 40 20 130 0,6 55
> 30 300 < 033 300 > 450 0,035%) 56
20- 60 > 400
40-120 10 0,4 20 <03 10 S 500 0,48 53
> 20 4 0,2 20 <07 4 160 0,5 53
40-250 100 <10 100 > 50 0,035%) 51
<05
> 30 500 < 05 40 < 05 500 > 250 0,22 51
<07
30-300
60180 10 < 05 20 S 10 > 175 06 54
40-120 "
100-300 150 0,1 75 <02 150 > 100 0,058%) 51
30-120 10 < 0,025 20 < 04 10 > 300 0,145") 53
) R g
MaBbild 54 MaBbiid 55 Mabblld 56
SOT-33 SOT - 33

Page 15/36
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max
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127
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vz 120102 max

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehéuse verbunden.
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“ge = A ied etwwnndbsolute Grenzwerte
TypasM v 5] ARt Anwending ot ied s UogeoY Udes ksl Iow o\ Pgd (9,8
Wiriby sHM Agrt § vV Vv \Y BA mA Am W °C
2N 696 NPN-Piapar-Teansistoren gat arl> oa 100 Ok
2N 697 fir Verstarkersand Schaltenzar a; S 60 Iy 30 a?{;.a = re m\17§
e 50  NPN-Pla gr_ vitaxial-Tra tor 8.0 \/" ¢ <0.0 .:> 513 08
2N 706 A filr Versth (ﬂke?%nd Schaltebs c grf» 20 15 100 > /1 7 cof7&
(oL N P i AUV -~ UUT =0
"2*""'708'(‘55\“1’9) - NPN: Plnllal I_Pltﬂl\lﬂ; Wmaﬁsfstﬁf‘ 40 15 200 00 '8 1,2 7 200
! e ¢ <l . . > g Q=0
;ﬁ;ﬁ - .( ce NDN-PIarcl}ar:Epltax1aI—Sgh’é?&rgqgstoren Or i 20 12 200 200 . 0,3 o %
28 914 el NPN-Plagae-Epitaxial-$chalttransistor zg o[> 40 or 15 ro > 8500 gr 0,36 p20@”
_2N _929_ N I — - - S - SRRSO SO —
2N 930 rado N >N-Pla%§-NF—TranS|=tor§\n s 45 5 45 30~ 60 5 ¢ 03 mj?g
2N 1613(BFY67) | NPN-Planar-Transistoren o
2N1711 (BFY68) {7 fik Verstarker und Schalter 75 oor 3O 0¥ 1000 &e /3 /7 nz208C
~“NPN-Planar-Transistor - oA T T - T T
2 N 1893 “ - 120 0g 80 rébo > €00 /3 / 0@5@'
b2 o fr Verstapcerund Schaltep,, sol> 11 04 P > pat 08-Gp
NPN-Planar-Transistor, f e q . > &e,
- -2N2102- - i Verstarker und Schalter A0——65— "5,‘%’0‘; ~4800-— /-5t gac 0:
2N2218 ¢ &R ) a1 oe 201> { 60 05 30 SF
_2N2218A .| _._NPN-Planar-Epitaxial- ];ranmstoren 75 05 40
2N.2219 ! ; furVerst'A' lge und Schalte: r 60 08 30
2219 A - S S v £ -G S
2“%2221 {res 008 e 60 CE 30 K
2 N2221 A j— o] -»---N”N-Planar‘Ep;tamal-"l ransistoren- .y /- S—— --_-.40-- — . -
,2222 qn fUr Verst#¥Kerind Schalter;. cal» 80, 30
2222A | T ooé < ’ N
_0 N >N PIaﬁﬁr-Epﬂaxnal—'l ran@ﬁ&or hal> 63 >
2& ’297{5f” s6) | i verstarker und Schalter IV S A TR A -
2 N°2368 (BSX 19) ("cclo N 08 P | O MO 03 IO ? 0oa s <
| 2N 2369 (B5X 20) NP-Plar Epitaxial- TranSistoren 101 402 15 10 > 800 036 _ 200 .
2 N 2369A ay STnTrsuimrenc IUSID e V\lllallullscll ~E
cC C 5 R [$N [eRY P53 00T [ » e <
NPN-Plaff4t-Transistor, i e ! ‘
2N 2408 — et “fuf Verstarker und Schaltér 20 —90- 1000-—-1000-—-£5—-/ e
2iF2483 Q290 1) Ucs < oe [3N 0ng [CHIIE
5N 5484 NEN-RPlanar-NF-Transistoren-— e .. f 160 80 S —— - 1 B 0,36 200 S
. Vi Lol Q0 < T PoREl b 0T el ! =T 5o—08
22904 k 008 << = S ) 40 " ’ 0SE-0b
T2N2904 A PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 60" B0 o T
2862905 40 fif Verstaeier und Schaltes: tol> eooe 4 890~ 600, /3 /200
. 2N.2905A |- R E————————————————— - e i
2 N:2906 i i) ge < oar o> %60 40 Qor GaS-0b
~-2N2806 A L. - . PHP-Rlanar-Epitaxial-Transistoren 3 80 60 e e
. I a
2N 2907 filf Verstarker und Schalter ( aol> 60 40 600800 7187/ 200
2 NE2907 A sqn 0as < 002 { zof> BO0:r 60 30 > 0z or <
T g ~,
"_2_N,3°'!9 } NEN-Planar-Epitaxial-Transistoren ‘o o>
2 N 3020 fiff Verstarker und Schalter acgle, 140 80 M000 oo 75200
b v NPN Elag,':l}' I}anqiqtnr vt SO o i ! 08108
“ZNISST o 0 Verstageerund Scbiter; ) S A DA S, . S B
: - =T o LI 7O 008-nar1
,wzusuww«mmMuw“ .NPN-Planar-Epitaxial={.... .. — — - 00— S
2363701 {astlo VérstarkebTransistoren OF pol> 180 4q 80 o AQP0 710007, /8T 200,
)
2 N 3963 . 80 80
2 N 3964 PNP-Planar-NF-Transistoren 45 45 200 200 0,36 200
PNP-Planar-Epitaxial-Transistor
2 N 4033 fur Verstirker und Schalter 80 80 1000 1000 /4 / 200 o
JoN
2 N 4036 PNP-Planar-Epitaxial-Transistoren 90 65
2 N 4037 fir Verstarker und Schalter ..,.60 40 1000 1000 I . 20? "
e - OT 02q3Y ws g€ - TO2 £E - TOZ
MaBbild 61
JEDEC TO - 30 & &
DIN5C3 A
N & . .
. Y ‘ - pesly 8
8 . TR BN 7 Exan
T R P ;f—j'x 5{. 2!
St ! Der Kollektor ist mit dem 7 ¥
G Metallgehduse verbunden. ¢ :B i
' :
AE
b ””,ﬁ?
l VXT20033/8 "”"?,%’,}a

msb

16

st fei yotdelinX 190
nabnudiev ezuidsolistoM
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fiir Verstarker- und Schalteranwendungen

Kennwerte bei ¢, = 25 °C

B (B) bei Ig lego bei Ugg Ugg et eI /g fr R u MaBbild

mA nA \ \ mA MHz grd/mw
20- 60 > 40 *
40-120 150 <A1 30 <15 150 S 50 0,075%) 61
> 20 10 < 05 15 < 06 10 > 200 0,15%) 62
> 30 10 < 0,025 20 < 04 10 > 300 0,145 %) 62
> 30 _
S 40 10 < 0,25 10 > 300 0,5 62
30-120 10 < 0,025 20 < 0,25 10 > 300 0,48 62
> 100
S 200 10 < 0,01 45 <10 10 > 50 0,5 62
40-120 > 60 "
100-300 150 < 0,01 60 <15 10 S 70 0,058 *) 61
40-120 150 < 0,01 90 < 50 150 > 50 0,058 *) 61
40-120 150 < 0,002 90 < 05 150 > 120 0,035%) 61
40-120 50 2 83
40-120 60 ) .
100-300 150 < 0,01 50 < 04 150 > 250 0,05%) 61
100-300 60 <03
40-120 50 é 8;
40-120 60 ) *
100-300 ' <001 g < o4 150 > 250 0,083 %) 62
100-300 60 < 0,3
40-120 150 < 0,01 60 <02 150 > 60 0,035 %) 61
20- 60 . < 0,25 > 400
40-120 10 <025 10 > 500 0,48 62
40-120 <02 > 500
60-200 150 < 001 90 <05 150 > 120 0,035 %) 61
> 100
40-120 < 0,02
40-120 < 0,01 "
100-300 190 < 002 0 <04 150 > 200 0,058 *) 61
100--300 < 0,01
40-120 < 0,02
40-120 < 0,01 .
100300 150 S 0% 50 <04 150 > 200 0,097 *) 62
100-300 < 0,01
100-300 > 100 "
40-120 150 <001 90 <02 150 < 80 0,035 *) 61
50-250 150 < 0,25 30 < 14 150 > 100 0,035 *) 61
100-300 > 100 .
40300 150 <001 90 <02 150 < 8o 0,097 *) 62
100-450 > 40
250600 | <025 10 < 5o 0,48 62
100-300 100 < 0,05 60 < 0,15 150 > 150 0,044 %) 61
40-140 < 0,02 < 0,65 -
o059 150 S 025 60 S 14 150 > 60 0,025 %) 61

. MaBbild 62
) Rina JEDEC TO - 18
DIN18A3

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehduse verbunden. ,%}
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tot
Piot Uoe o fr B (B bei Ig Tvp Pt Uge o fr B (8) bei Ig Tvp
mwW \ MHz mA mw \) MHz mA
bl NPN-Typen
s bis 150 80 > 30 500 BSW 68
50 2 150 220 0.2 | BC146 5W 120 80 < 30 500 | BSWer
100 80 S 30 500 BSW 66
bis 20 300 > 110 2 BCW 31 90 > 120 S 60 150 2 N 2405
L A B Al 2 | s2 |z2 B he
33
12 > 400 > 40 10 BSV 52 80 > 100 > 100 150 2 N 3019
65 > 120 S 40 150 2 N 2102
bis 100 130 > 30 4 BSW 69 60 > 50 > 40 100 BSX 46
0 % 2 2% 1 |bXe % a0 | Tm Tal Boxa
175 6!
15 ; 4 > 30 20 ASY 28 40 > 50 > 40 100 BSX 45
15 > 4 > 25 50 ASY 73 40 > 50 S 40 100 BC 140
15 > 6 > 40 50 ASY 74 40 > 100 > 50 150 2 N 3053
15 > 10 > 50 20 ASY 29 35 > > 40 150 2 N 2297
15 > 10 > 65 50 ASY 75 35 S 60 S 30 150 BFY 50
Bl zE |23 Bk 3 |8 | z8 B &3
400 > 40 10 BSW 58 > s S
12 ; 500 > 60 10 BSW 59 gg 1100 S 25 gg g;g gi
1200 > 25
bis 40 > 50 > 100 0,05 BCY 87 20 > 50 S 60 150 BFY 52
2x 150 40 S 50 S 100 0,05| BCY 88
40 > 50 > 100 10 BCY 89 PNP-Typen
bis 60 300 > 110 2 BCW 46 b;g 20 90 140 0,2 BC 200
: m | zm 2| e
4 300 bis 20 150 > 120 2 | BCW29
45 300 S 110 2 BCW 47
gg > 183 ; 128 }gg Sg\‘; 5‘3 110 20 150 S 215 2 BCW 30
>
30 250 > 200 2 BC 413 bls 15 > 4 > 30 20 ﬁg gg
25 > 100 S 35 150 BSV 88 150 15 > 6 > 50 20
20 500 S 5 | BGie
125 1 1 AF 118
20 300 < 110 2 | Béwss Dl 4 130 > 1 2 | Bowss
20 300 > 200 2 BCW 49 50 1,2 25 1 BCY 30
10 1600 > 25 50 | BFW30 50 17 35 1 BCY 31
2,5 55 1 BCY 32
bls 80 160 > 20 4 | BSX21 b 130 > 10 2 | Bows?
300 64 250 S 110 2 BC 174 P 150 < s 5 BG 157
45 > 50 S 100 10 2N 929 45 200 > 110 2 BC 416
45 > 5 % ' | aNex a2 > o7 S s0 300 | ASY 80
45 o Z 110 5 BS 15;3 30 75 > 100 150 BSV 96
45 1 5 0 30 75 S w150 BSV 97
45 300 > 110 BC 237 30 7 < 30 150 BSV 98
20 300 > 110 2 BC 108 20 200 S 110 2 BC 415
20 300 > 200 2 BC 109 25 1,5 25 1 BCY 33
20 300 S 110 2 BC 238 % 24 5 1 BOY 34
12 300 > 200 g BC 239 25 150 > 75 2 BC 158
12 350 > 200 BCY 57 20 > 05 < 25 300 ASY 76
20 > 300 > 30 10 2N 743 20 > 05 S %5 300 ASY 77
20 > 300 > 40 10 2N 744 % 130 < 410 > BCW 58
bls 20 130 < 110 2 | BOwW 59
2 x 300 45 > 50 > 100 0,01| BCYS55 20 150 S 110 2 BC 159
100 5
S & S 3 200 g 5| 2NZ bls 100 > 50 25 BSV 68
360 60 > 60 > 5 | 2N 2484 AL
45 250 S 120 2 BCY 59 300 45 150 > 75 2 BC 1
32 250 S120 2 | BOyss et 150 2R 3 | 8¢
15 > 300 > 30 10 2 N 914 25 b > o 2 BC 308
15 > 400 > 20 10 BSX 19 25 > 10 2 BG
15 S 400 > 20 10 2 N 2368 20 150 > 110 2 B 179
15 > 500 > 40 10 BSX 20 20 150 > 110 2 C 309
5 2 %0 Sa 1 | INZ,
15 >
12 > 15 15 50 | Ac 36 o 2z 5 3% 1 | 2N
45 180 S 120 2 BCY 79
bis 60 120 45 15 BF 177 45 > 200 S 100 10 BCY 71
1w 45 200 > 100 100 BC 337 40 S 200 > 50 10 BCY 70
P 2 2% 09 | B5x= 32 180 S120 2 | BCY7s
5 p 5 BCY 7.
30 S 250 < 30 50 | Baxeo % > 200 I 2
25 200 > 100 100 BC 338
25 > 250 > 20 500 BSW 41 bis 60 1,5 30 30 BCY 39
15 S 10 200 300 AC 187 500 50 2,0 50 30 BCY 54
15 > 10 200 300 AC 187 K 24 1,5 20 30 BCY 38
= > * > 2 T | eNeA £ > 13 8 B | Acm
1 .
bis 225 130 60 30 BF 338 12 S 13 115 50 AC 132
3w 200 130 60 30 BF 337 12 S 17 135 50 AC 126
b 1% 0 % | brie
115
115 120 45 20 BF 179 1"{; 45 1% > }gg ]gg 58 g’;’g
80 > 50 > 40 150 2N 1893 25 00 >
> 100 150 16 > 1,0 90 50 AC 128
80 2 % 2 N 3700 16 S 1 90 300 | AC128K
ped > & Z i YAl B 15 S 1o 200 300 C 188
6 S ’
40 > 250 S 40 150 2N 2218 A 15 > 10 200 300 AC 188K
P S %0 2% 1 | ENBEA
40 200 4 150 | 2N2904A
40 S 250 > 100 150 2N222A :ﬁ % izm §1m 150 2 N 2905 A
30 2 & Z B 1D | 2New 60 S 200 S 40 150 | 2N2906A
30 2% Z o 1 | 3N% 60 S 200 5100 150 | 2N2907A
30 2 120 40 > 200 > 40 150 | 2N29p4
30 z 0 Z B 1| gNe 40 S 200 S0 150 | 2N2905
% z % 210 180 | BEYEZA 40 S 200 >4 1 | 2N
£ z < 1% 130 SN 1.,11A 40 > 200 S 100 150 7
30 > 70 >1 150 FY 68
30 S 100 S 40 150 BSX 95 bis 80 > 150 > 100 100 2 N 4033
30 S 100 > 100 150 BSX 96 5W 60 S 50 S 40 100 BSV 16
30 > 250 S 40 150 2N 2218 60 > 50 > 40 100 BC 161
30 > 250 > 100 150 2 N 2219 60 70 S 30 150 BFS 92
30 S 250 S 4 150 2 N 2221 60 70 S 70 150 BFS 93
30 S 250 S 100 150 2 N 2222 40 > 50 > 40 100 BSV 15
25 > 60 > 30 150 BFY 67 C 40 > 50 > 40 100 BC 160
25 1100 > 25 50 BFW 17 A 40 70 > 40 150 BFS 94
25 1200 > 25 50 BFW 16 A 35 70 S 70 150 BFS 95
15 > 300 > 30 10 BSY 19
15 S 300 > 30 10 2N 708
15 > 450 > 30 300 BSX 12 A bls 65 > 60 > 40 150 2 N 4036
12 > 450 > 3 300 BSX 12 7w 40 > 60 > 50 150 2 N 4037
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TRANSISTOREN kleiner und mittlererLeistung;Typeniibersicht nach U,

Uceo Prot fr Bip bei Ig Typ Uce o Prot fr B(p bei Ig Typ
\" mw MHz mA \' mwW MHz mA
NPN-Typen
10 250 1600 > 25 50 BFW 30 64 300 250 > 110 2 BC 174
12 110 > 400 > 40 10 BSV 52 65 5W > 120 > 40 150 2 N 2102
125 S 500 S 60 10 BSW 59
300 S 300 S 30 10 2N 743 80 300 160 > 20 4 BSX 21
300 S 300 S 40 10 2 N 744 1,8W > 100 S 100 150 2 N 3700
340 > 15 105 50 AC 127 1,8W S 80 S 40 150 2 N 3701
3w S 450 > 30 300 BSX 12 3W S 50 S 4 150 2 N 1893
5W 80 S 30 500 BSW 65
15 125 > 400 > 40 10 BSW 58 5W > 100 S 100 150 2 N 3019
125 S 175 S 2 10 BSX 68 5W S 80 S 40 150 2 N 3020
140 S s S 25 50 ASY 73
140 > 6 > 40 50 ASY 74 90 5W > 120 > 60 150 2 N 2405
140 z 1 z % 2 ASY TS 100 125 130 >3 4 BSW 69
150 S 4 S 30 20 ASY 28
i 2 1 2 % 2 e 5W 80 S 30 500 BSW 66
360 S 400 S 2 10 BSX 19 15 1,7 W 120 > 40 30 BF 178
360 S 400 S 20 10 2 N 2368 17 W 120 > 4 20 BF 179
360 > 500 S 40 10 BSX 20
360 S 500 S 40 10 2 N 2369 120 5W 80 > 30 500 BSW 67
360 S 500 S 40 10 2 N 2369 A
360 >0 S® 0 2N 914 150 5w 8 > 30 500 BSW 68
800 S, AC 187 180 S 3W 130 > 60 30 BF 336
800 S 1.0 200 300 AC 187 K
1W S 200 > 20 18 2N 706A 200 3W 130 > 60 30 BF 337
12W S 300 > 30 BSY 19
12 W < 300 S 30 10 2N 708 225 3w 130 > 6 % BF 338
3IW S 450 > 30 300 BSX 12 A
20 50 150 220 0,2 BC 146 PNP-Typen
110 sog ; ;ag g BCW 31 yp
110 30 BCW 32 12 500 1,3 95 50 AC 125
110 > iigg ; 4%3 1(2) gcs:xv 393 500 i 1,7 135 50 AC 126
125 6 5 1
12 e 2 9 BSX 69, 500 S 13 115 0 AC 132
200 300 > 200 2 BCW 49 15 150 > 4 > 30 20 ASY 26
250 300 S 110 2 BC 148 150 S 6 S 50 20 ASY 27
250 300 S 200 2 BC 149 800 S 10 200 300 AC 188
300 300 S 110 2 BC 108 800 S 10 200 300 AC 188 K
300 300 S 200 2 BC 109
300 300 < 110 2 BG 238 16 w > 10 0 %0 AC 128
s 300 2 200 5 B& o0 1W S 10 9 300 AC 128 K
300 350 - > 200 2 BCY 57 20 50 90 140 0,2 BC 200
4W > 50 > 60 150 BFY 52 110 150 > 120 2 BCW 29
215 2 BCW 30
25 220 =700 S 3 150 BSV 88 - I Z %8 5 BOW 58
625 200 > 100 100 BC 338 200 130 > 110 2 BCW 59
1W > 250 S 20 500 BSW 41 25 300 ASY 76
240 > 05 S
1,5W 1200 > 25 50 BFW 16 A 240 < 05 S o5 300 ASY 77
1,5 W e > 5 %0 BEW 17 A 250 150’ < 110 2 BC 159
W > 32 Bryerc 300 150 < 140 2 BC 179
5
SewW 1260 ] 20 BER o 300 150 S 110 2 Zgysosa
24 500 1,5 20 30 3
220 > 100 > 100 150 BSV 86 y
30 220 2 2w BSves 500 25 35 30 BCY 40
240 250 S 200 2 BC 413 25 250 150 > 75 2 BC 158
800 > 250 S 30 s00 BSX 60 250 15 25 1 3CY 33
18W > 250 S 400 150 2 N 2221 250 24 35 1 BCY 34
18W S 250 S 100 150 2 N 2222 300 150 > 75 2 BC 178
2W > 40 S 20 150 2 N 696 300 150 > 110 2 BC 308
2w S 50 S a0 150 2 N 697 350 > 200 S 10 BCY 72
3w ; gg S 40 15g gg o 625 100 S 100 100 BC 328
3IW S 40 5 7
3W S 70 S 100 150 BFY 68 30 240 200 > 110 2 Bg 415
W S 70 S 100 150 BFY 68 A 220 75 > 10 150 gs¥ %6
3W > 100 S 40 150 BSX 95 220 75 > 40 150 9
3W 2 1% S 100 150 ZBSNX12$3 220 75 S 30 150 BSV 98
3w > > 40 150 22 240 > 07 > 300 ASY 80
IW S 70 S0 150 2N 1711 d
3W < 250 < a0 150 2N 2218 320 180 > 120 BCY 78
3W > 223 S 100 150 2N 2219 35 5W 70 > 70 150 BFS 95
AW > S 40 150 BFY 51 o 0 S0 =% m 5’%336
125 > 175 > 60 10 BSW 33 18W > 200 S 20 150
82 350 250 S 120 2 BCY 58 18W S 200 S 100 150 2 N 2907
IW S 200 S 40 150 2 N 2904
35 4w > 60 > 30 150 BFY 50 3W > 200 > 100 150 2 N 2905
4w > 60 S 4 150 BFY 55 37W S 50 S o400 100 BC 160
5W S 60 S 40 150 2 N 2207 37TW S 50 S 40 100 BSV 15
5W 70 S 40 150 BFS 94
40 2 x 150 > 50 > 100 0,05 BCY 87 7W 60 > 50 150 2 N 4037
2 % 150 S 50 S 100 0,05 BCY 88
2 x 150 > 50 S 100 10 BCY 89 45 200 130 > 110 2 BCW 57
18W > 250 S 40 150 2N 2221 A 240 200 S 110 2 BC 416
18W S 250 S 100 150 2N22A 250 150 S 2 BC 157
3IW > 250 S 40 150 2N 2218 A 300 150 S 75 2 BC 177
3w > 250 S 100 150 2N 2219 A 300 150 S 75 2 BC 307
37W S 50 S 40 100 BC 140 320 180 S 120 2 BCY 79
5W S 50 S 4 100 BSX 45 350 > 200 S 100 10 BCY 71
5W > 100 > 50 150 2 N 3053 360 > 50 S 250 1 2 N 3964
625 100 S 100 100 BC 327
& 200 300 > 110 2 BCW 47 ;
240 250 S0 2 BC 414 50 0 1.2 sz 1 By
= || Swo: | g B BB 4| EE
2 :
g s Z 10 B B 2y 500 2,0 50 30 BCY 54
300 250 S 100 2 BCY 56 60 200 130 > 110 2 BCW 56
300 > 50 > 100 10 2N 929 500 15 30 30 BCY 39
300 > 50 > 200 10 2 N 930 18W > 200 > 40 150 2 N 2906 A
2 x 300 > 50 > 100 0,01 BCY 55 18W S 200 S 100 150 2 N 2907 A
350 250 > 120 2 BCY 59 3w S 200 S 4 150 2 N 2904 A
625 200 S 100 100 BC 337 3IW S 200 S 100 150 2 N 2905 A
800 > 250 S 30 500 BSX 59 37W < “s0 S 4 100 BC 161
800 S 250 S 30 500 BSX 61 37TW S 50 S 40 100 BSV 16
5W 70 S 30 150 BFS 92
60 ggg S 3gg ; ng gs gﬁg&g 5W 70 S 70 150 BES 93
360 S 60 S 200 05 2 N 2484 65 7W > 60 > 40 150 2 N 4036
0 ]gg ; 443 212 5207574 70 200 > 125 180 10 AF 118
37TW > 50 S 40 100 BC 141 80 20 2 2 1 1 2N 3963
5W 100 130 1A BFX 34 > > 1 160 2N 4033
5W > 50 > 40 100 BSX 46 100 300 50 25 BSV 68
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NF-LEISTUNGSTRANSISTOREN

Absolute Grenzwerte
Typ Art, Anwendung Ucgo Uceo Ic v Iem Piot 4,
vV \ A A w °C
Germanium-Transistoren
AD 139 PNP, fiir NF-Endstufen 32 20 3,5 35 <13 > 20
AD 149 PNP, fiir NF-Endstufen 50 30 35 3,5 <275> 100
AD 161 NPN komplementares Paar < 4 >
AD 162 PNP } far NF-Endstufen 32 20 1 8 <eS>S W
ADY 26 PNP, fiir Verstérker und Schalter 80 60 25 30 /100 / 90
:g% :; PNP, flir Verstarker und Schalter gg gg 15 20 < 45 > 90
ASZ 15 100 60
Az 1S PNP, fiir Verstarker und Schalter & 2 8 10 <30> 9
ASZ 18 100 32
2N 1100 PNP, fur Verstarker und Schalter 100 65 15 20 <100 > 95
Silizium-Transistoren
BD 115 NPN, fiir NF-Endstufen 245 180 0,15 015 < 6 > 200
BD 124 NPN, fiir NF-Endstufen 70 45 2 4 < 15 > 175
BD 131 NPN komplementéres Paar 70
BD 132 PNP } fiir NF-Endstufen 45 45 3 6 <m> 12
BD 135 45 45
BD 137 NPN 60 60 0,5 15 <65> 125
BD 139 komplementére Paare 80 80
fir NF-Treiber- und
BD 136 Endstufen 45 45
BD 138 PNP 60 60 0,5 1,5 < 65 > 125
BD 140 80 80
BD 145 NPN, fiir Horizontal-Ablenk-Endstufen Ucgowm : 150 5 10 < 15 > 175
BD 160 NPN, fur Horizontal-Ablenk-Endstufen Uggom : 250 5 7 < 10 > 150
BD 181 55 45 10 15 < 78 > 200
BD 182 NPN, fiir Hifi-Endstufen 70 60 15 15 /117 / 200
BD 183 85 80 15 15 /117 / 200
BDY 20 (2N 3055) NPN, fur NF-Verstarker und Schaliter 100 60 15 15 /115 / 200
BDY 38 NPN, fiir NF-Verstarker 50 40 6 6 /115 / 200
BDY 60 60 60
BDY 61 NPN, fiir Schalter 60 60 5 10 <15 > 175
BDY 62 30 30
BDY 90 120 100
BDY 91 NPN, fir Schalter 100 80 10 15 < 40 > 175
BDY 92 80 60
BU 105 NPN, fiir Horizontal-Ablenk-Endstufen Ucgom : 1500 2,5 < 10 > 115
BU 108 NPN, fiir Horizontal-Ablenk-Endstufen Ucgom : 1500 5 <125> 115
BU 126 NPN, fuir FS-Netzteile 750 300 3 6 < 30 > 125
2N 3055 (BDY 20) NPN, fur NF-Verstarker und Schalter 100 60 15 15 /1157 200
2N 3442 .. 160 140 10 15 /117 /
2N 4347 NPN, fir Schalter 140 120 5 10 /100, 200
MaBbild 71 .
MaBbild 72 to2
DIN9A2 JEDEC TO - 3 30):0,
e 23 —— N [ 1692025 — Typ Bauhthe H  Flanschdicke h
E f—13,1 —
T AD 149 max. 8 max. 3,4
\K T ASZ 15—-18 max. 7 max. 3,4
¥ \}-' o - o BD 145 max. 7 max. 0,9
e {E} —4@»- 5 o be—— D ¥ BD 160 max. 9,5 max. 3,4
- G g =3 T g BD 181—183  max. 9,5 max. 0,9
. 1 BDY 20, 38 max. 9,5 max. 0,9
BDY 60—62 max. 7 max. 0,9
37 ° BDY 90-92  max. 9,5 max. 3,4
fe——— max.31,4 ——— B c BU 105 max. 9,5 max. 3,4
~ 14,3% BU 108 max. 9,5 max. 3,4'
% e 1 ‘ max.39,5 . BU 126 max. 9,5 max. 3,4
E pd max. 20,3%—m ‘ 2 N 3055 max. 9,5 max. 0,9
' ) ! % 2 N 3442 max. 11,4 max. 3,4
| PlilvE { . . = 2 N 4347 max. 11,4 max. 3,4
f K T i :
R S 3 P .
P [ e : f
18 7 ;'é
Der Kollektor ist mit dem Der Kollektor ist mit dem ‘
20 Metallgehduse verbunden. Metallgehduse verbunden. la—1%20p8
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JEDEC TO - 36 rer - 01 22 - TY#DEC TO - 39 2 - SOT - 32 9 ) Kv}nn
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Der Kollektor ist- ;- o
mit dem Metallgeh&use *
verbunden.
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Der Kollektor ist mit dem

o

Metallgehduse verbunden.

Page 21/36

Der Kollektor ist mit der
Montageflache verbunden.




Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

HF-SILIZIUM-NPN-LEISTUNGSTRANSISTOREN

Absolute Grenzwerte
Typ Anwendung Uco Uceo Ic av Iewm Piot 9,
\ \' A A w °Cc
BFS 22A . 36 18 0,75 2,25
BFS 23 A in175 MHz-Se_ndern 65 36 05 15 / 8 / 200
BFW 46 (2 N 39249) . 36 18 0,5 1,5
BFW 47 (2 N 3553) in 175 MHz-Sendern 65 40 03 10 7/ 20
BLX 13 . . 70
BLX 14 in Einseitenbandsendern bis 30 MHz 85 36 4 12 /88 / 200
BLX 65
BLX 66 4
BLX 67 in 470 MHz-Sendern 4,5
BLX 68 8
BLX 69 36 18 3,5 10 /60 / 200
BLY 36 in 175 MHz-Sendern 40 20 25 75 -12 - 150
BLY 53 A in 470 MHz-Sendern 36 18 1,5 4 -8 - 150
BLY 55 in 175 MHz-Sendern 40 20 1 3 /10 / 150
BLY 57 (2 N 3926) . 1 3 /11,6/
BLY 58 (2 N 3927) in 175 MHz-Sendern 36 18 1,5 45 /08 / 200
BLY 59 (2 N 3375) . 0,5 1,5 /11,6/
BLY 60 (2 N 3632) in 175 MHz-Sendern 65 40 1 3 723"/ 200
BLY 87 A 1,25 3,75 /17,5/
BLY 88 A ; Hz- 36 18 2,5 75 /32 / 200
BLY 89 A in 175 MHz-Sendern 35 10 /70 7/
BLY 90 in 175 MHZ-Sendern 130
BLY 91 A 0,75 2,25 /17,5/
BLY 92 A in 175 MHz-Sendern 65 36 1,5 45 /32 / 200
BLY 93 A 2 6 /70 /
BLY 94 in 175 MHz-Sendern 130
2 N 3375 (BLY 59) in 175 MHz-Sendern 65 40 05 15 /11,6/ 200
2 N 3553 (BFW 47) in 175 MHz-Sendern 65 40 0,35 1,0 /7 7/ 200
2 N 3632 (BLY 60) in 175 MHz-Sendern 65 40 1 3 /23 / 200
2 N 3866 in Sendern bis 400 MHz 55 30 0,4 0,4 /5 / 200
2 N 3924 (BFW 46) in 175 MHz-Sendern 36 18 0,5 1,5 /7 / 200
2 N 3926 (BLY 57) . 1 3 /11,6/
2 N 3927 (BLY 58) in 175 MHz-Sendern 36 18 15 45 /03" / 200
2 N 4427 in Sendern bis 470 MHz 40 20 04 0,4 <35> 200
MaBbiid 81 MaBbild 82 MaBbild 83 MaBbild 84
.ll)llsﬂi% 1‘30 -39 SOT - 56 SOT - 55 JEDEC TO - 131
575 02 0127
e 95 - Wax ‘—'=‘=’X' . . ._5‘23
[) A -
0,27
e[ n’s £° . W

VAT2003/8

| e B048
g

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehéause verbunden.

22

V272003

Alle Elektroden sind vom
Gewindestutzen isoliert.

vz 120104

Alle Elektroden sind vom
Gewindestutzen isoliert.

96 25
__K )___J'Z m"ax fmin

-25min

Alle Elektroden sind von der

vZ720108

metallischen Montageflache

isoliert.
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DIODEN
i

b B STSN e plisd sTisphdsate Grenzwerte
Teld] A A ! 3 ] f Py v ! G
Typ e ArtyAnwendung . i R (T Y S A abe R ﬂd
uuuuu VD » g sHM sHM \’!V mtA" Em A o afg
g Germaniumdioden Oy avr .8 a4 £3.0 N
_AA 119 i| Punktkontait- Demo&ulatordlode 35 35 400 =Y 25 .
AAZ;%S 0is < vt 2400 140 @50 85¢ b
AAZ 17 Golddraht-Schalterdigden 895 146 250 850 28 <
--AAZ 18 e e s e B 20 180 - N Ts o BESERSESSSU { SN R
g T > . ” ar S
OA 47 Gglddraht-Schalterdiode 85 595 116 {150 75, L
OA 90 |1 Punktkontakt-Demodulatordiode’ 30 30 45 o 25 -
> H jeis M oV}
OA . ) iy Gy 220
OASS | Plfrggkontakt-Anzweckd.oden OTh cé?? &0 G450 i
a8 ' siliziumdioden { 25 Jz Rg
-BA-145- . SO S S S T 300 — 2000 125 . SR O
BA 348 Do%peltdlffundlerte(ﬁﬁ\halterdlodan acs 319?0 500 53000 150 or
"BA 182 1 Plat}éraiodegfUr"VHF.fae?éichsumstfﬁéil't"ﬁh"g';l'_’;l" | B e CLJeo 100,',:" T ) -
- Y U Y T- “’“‘"Drucl\:\ulltu' tlede ftn' Beglclu_vl ] —= ' - /—‘ - e 5 —
BA g(ls Schutz- und Stabilisisrungsschaltungen <t 7)5 (, 2?0 I
BA 217 T S 30 75 4507 T 2000 N -
BA 218 Druckkontakt-Allzweggkdioden &t 2.£60 zg © 150 20@ .
BA 219 ; | 100 19 300 200 S
BAV.J0 | Plaiar Ep.taxlal -Schislterdiode . 00! .50 300 600 200 2y <
H g L9i%% A 2 T cE [sRol
ar-Epit xual Zweifach- Schalterdlode o 108 ‘
BA“f 86— - Punn-u d chkfllmschaltungen R 50 B fO ;100.»,.. . -
BAW 62 PIahar-EplthIaI -Schihterdiode est cows 100 2. 225 200: at
4 EPA - -
_BAX 12 . B - 90 400 800 200 e R
BAX 43 % Dgygkkonfaﬁt—Schalterd ioderi - - < 50 Z5 B 150 200 . o0
BAX 15—« b e 480 250 < - =500 200 - e e
BAX 16 ; lfhé kontal&t-Allzweﬁgk_Jdioden ! - 150 200 300 200 8
BAXAH7 | .. £ g G 200 200 300 200 2
& 50 5 T
( BAX 18 Druckkontakt-Alizweckdiode ..__| 75 200 B o
1 N%§14 - i ¢ e :
T N"913 K DrucKKontak=Sehaltardiodet— 100 75
|1 Neg14 B & e ; oot 88 ’ as
N 9 ; & o 00E d' : ) a: B Cac 7 a B
INS8A | Drkkontatt-schattiidioden \ 0 s Y -
1 N’ng.ls B SN Oid avr i 2 " S
-1-N-4148 - pianar-EpitaxiaI-Scha{terdiede»~»§-~~ e 75 75 T —— e —
H - - 1 (8103 - 3! N 3]
1 N'a1s0 | a o0 o 550 3%% 500 g o
_Planar-Epitgxial- Schalterdloden , 75 2 450
o | TPETTTTTTTROO T T AB0TT T zuu - -
Z RN 2l 0 b LHo<
Plapar-Epitdxial-Schalterdioden } 75 TR Ak 200 o -
ot ey .. 1 25 Apr Ros 5 \ .
| silizium-Abdtimmdioden ] j o
BA 102 Nachstimmdiode bi%_ﬁereich i ; avsy - 20 na or 90 a
BB 104 Planar-Zweifach-Abstimmdiode flir UKW ~ 30 100 “100 100 U
BB 105 A _ L) Mfﬂr UHF bis 790 MHz 28 lidOs i P 1
BB 105 B Flanar AbsRR< % fir UHF bis 850 MHz o -3 D20AL 20 20 60 e
BB 105 G foden fur VHF - '
BB 19§ ¢ ° Planar-Abstimmdiode,fiir VHF et 20 ’ “ ]
BB 10 ., | Planar-Abstinmdioge fir UKW = &F | e 100 !
BB 111 4 ' Plahaffl@'elfgghg&bgmmdlode fiir KML = 50 \T ————— 5{
MaBbild 92 MaBbild 93 Ma b d9 P

T

~ - M AL
2max nicht verzinnt 2max_nicht verzinnt
¢ 052
:] [ mc;x - —_—'
925 S . — p32_A_ .
max Ve ~ ¥ max =
A y oK ¥
u 4 |25 min-»
,E 13 min :1
[ 25,4minﬁ<-—7,6 Max—e-a-254min-»|

VX 720004

Der Farbring ‘
kennzeichnet den
KatodenanschluB.

$ 056
max
—_t 1 min

=26
A § ér‘ Y 2
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DIODEN
i

b B STSN e plisd sTisphdsate Grenzwerte
Teld] A A ! 3 ] f Py v ! G
Typ e ArtyAnwendung . i R (T Y S A abe R ﬂd
uuuuu VD » g sHM sHM \’!V mtA" Em A o afg
g Germaniumdioden Oy avr .8 a4 £3.0 N
_AA 119 i| Punktkontait- Demo&ulatordlode 35 35 400 =Y 25 .
AAZ;%S 0is < vt 2400 140 @50 85¢ b
AAZ 17 Golddraht-Schalterdigden 895 146 250 850 28 <
--AAZ 18 e e s e B 20 180 - N Ts o BESERSESSSU { SN R
g T > . ” ar S
OA 47 Gglddraht-Schalterdiode 85 595 116 {150 75, L
OA 90 |1 Punktkontakt-Demodulatordiode’ 30 30 45 o 25 -
> H jeis M oV}
OA . ) iy Gy 220
OASS | Plfrggkontakt-Anzweckd.oden OTh cé?? &0 G450 i
a8 ' siliziumdioden { 25 Jz Rg
-BA-145- . SO S S S T 300 — 2000 125 . SR O
BA 348 Do%peltdlffundlerte(ﬁﬁ\halterdlodan acs 319?0 500 53000 150 or
"BA 182 1 Plat}éraiodegfUr"VHF.fae?éichsumstfﬁéil't"ﬁh"g';l'_’;l" | B e CLJeo 100,',:" T ) -
- Y U Y T- “’“‘"Drucl\:\ulltu' tlede ftn' Beglclu_vl ] —= ' - /—‘ - e 5 —
BA g(ls Schutz- und Stabilisisrungsschaltungen <t 7)5 (, 2?0 I
BA 217 T S 30 75 4507 T 2000 N -
BA 218 Druckkontakt-Allzweggkdioden &t 2.£60 zg © 150 20@ .
BA 219 ; | 100 19 300 200 S
BAV.J0 | Plaiar Ep.taxlal -Schislterdiode . 00! .50 300 600 200 2y <
H g L9i%% A 2 T cE [sRol
ar-Epit xual Zweifach- Schalterdlode o 108 ‘
BA“f 86— - Punn-u d chkfllmschaltungen R 50 B fO ;100.»,.. . -
BAW 62 PIahar-EplthIaI -Schihterdiode est cows 100 2. 225 200: at
4 EPA - -
_BAX 12 . B - 90 400 800 200 e R
BAX 43 % Dgygkkonfaﬁt—Schalterd ioderi - - < 50 Z5 B 150 200 . o0
BAX 15—« b e 480 250 < - =500 200 - e e
BAX 16 ; lfhé kontal&t-Allzweﬁgk_Jdioden ! - 150 200 300 200 8
BAXAH7 | .. £ g G 200 200 300 200 2
& 50 5 T
( BAX 18 Druckkontakt-Alizweckdiode ..__| 75 200 B o
1 N%§14 - i ¢ e :
T N"913 K DrucKKontak=Sehaltardiodet— 100 75
|1 Neg14 B & e ; oot 88 ’ as
N 9 ; & o 00E d' : ) a: B Cac 7 a B
INS8A | Drkkontatt-schattiidioden \ 0 s Y -
1 N’ng.ls B SN Oid avr i 2 " S
-1-N-4148 - pianar-EpitaxiaI-Scha{terdiede»~»§-~~ e 75 75 T —— e —
H - - 1 (8103 - 3! N 3]
1 N'a1s0 | a o0 o 550 3%% 500 g o
_Planar-Epitgxial- Schalterdloden , 75 2 450
o | TPETTTTTTTROO T T AB0TT T zuu - -
Z RN 2l 0 b LHo<
Plapar-Epitdxial-Schalterdioden } 75 TR Ak 200 o -
ot ey .. 1 25 Apr Ros 5 \ .
| silizium-Abdtimmdioden ] j o
BA 102 Nachstimmdiode bi%_ﬁereich i ; avsy - 20 na or 90 a
BB 104 Planar-Zweifach-Abstimmdiode flir UKW ~ 30 100 “100 100 U
BB 105 A _ L) Mfﬂr UHF bis 790 MHz 28 lidOs i P 1
BB 105 B Flanar AbsRR< % fir UHF bis 850 MHz o -3 D20AL 20 20 60 e
BB 105 G foden fur VHF - '
BB 19§ ¢ ° Planar-Abstimmdiode,fiir VHF et 20 ’ “ ]
BB 10 ., | Planar-Abstinmdioge fir UKW = &F | e 100 !
BB 111 4 ' Plahaffl@'elfgghg&bgmmdlode fiir KML = 50 \T ————— 5{
MaBbild 92 MaBbild 93 Ma b d9 P

T

~ - M AL
2max nicht verzinnt 2max_nicht verzinnt
¢ 052
:] [ mc;x - —_—'
925 S . — p32_A_ .
max Ve ~ ¥ max =
A y oK ¥
u 4 |25 min-»
,E 13 min :1
[ 25,4minﬁ<-—7,6 Max—e-a-254min-»|

VX 720004

Der Farbring ‘
kennzeichnet den
KatodenanschluB.

$ 056
max
—_t 1 min

=26
A § ér‘ Y 2
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" .
f Kennwerte bei 9, = 25 °C
f Ue bei Ig I, bei Ug C bei U t, nach I Qs nach I Ryy | MaBbild
/ \' mA pA \' pF \' 1S mA nC mA grd/mw
15 10 90 45 0,45 91
< 0,45 <100 100 < 20 0,35 <18
< 0,45 10 <300 75 < 20 1 < 0,35 10 < 09 10 0,45 H
< 0,41 < 50 20 < 15 < 0,07 < 0,2
< 0,45 10 <100 25 < 85 1 < 0,07 10 < 0,6 10 0,45 91
1,0 10 300 30 91
1,2 75
105 10 80 100 0,4 91
<10 100 10" 3007 < 04
<15 2000 2009 3002 4 150 < 08 10 0.2 92
< 1,2 100 <. 0,1 20 < 10 20 04 93
< 1,0 15 < 15 10 0,6 94
< 1,5 50 < 0.2 30
<15 50 < 02 50 < 5 0 0,6 94
< 13 50 < 05 100
<10 200 < 01 60 < 25 0 < 0,006 400 < 0,05 10 0,5 95
<11 50 < 0,03 25 < 2 0 < 0,006 10 < 0,045 10 1,1 96
<1 100 < 5 75 < 2 0 < 0,004 10 0,05 10 0,6 95
< 1,0 200 < 01 90 < 35 0 < 0,05 30 < 05 10 0,3
<1 20 | < 005 25 < 3 0 | < 0006 10 < 0,045 10 0,6 94
<1 100 < 02 150 < 20 0 <03 30 1 10 0,4
<13 100 < 0,1 150 < 10 0 < 0,12 30 < 0,7 10 04 94
<11 100 < 0,1 150 < 10 0 < 0,12 30 < 07 10 0,4
< 2 2000 <100 75 0,3 94
<10 10
< 1,0 20 < 5 75 < 4 0 < 0,004 10 94
< 1,0 100
< 1,0 10
< 1,0 20 < 5 75 < 2 0 < 0,004 10 94
< 1,0 30
<1 10 < 0,025 20 < 0 < 0,004 10 0,35 95
<1 200 < 01 50 < 25 0 < 0,004 10
<1 50 < 0,05 50 < 2 0 < 0,004 10 0,35 95
<1 30 < 01 25 < 4 0 < 0,004 10
<1 20
<1 100 < 0,025 20 < 4 0 < 0,004 10 0,35 95
C (pF) bei U (V) | C(pF) bei Uy (V) Rg (2) bei f (MHz)
< 5 20 24..37 17 ...26 10 <3 50 0,4 91
< 0,02 30 34 .42 3 14 30 < 04 100 0,6 97
11,5 3123..28 25 < 08 470
< 01 28 11,5 3 |20... 23 25 < 08 470 0,4 93
11,5 3 {18.. 28 25 <12 470
< 0,05 28 > 20 3 |40.. 56 25 < 0,6 200 0,4 93
< 0,02 30 27 ... 33 3 11 30 < 04 100 0,4 93
< 0,05 32 230 ... 280 1 < 13 30 < 4 0,5 98
1) 8, = 75°C; ?) 9, =125°C
MaBbild 95 MaBbild 96 MaBbild 97 MaBbild 98
JEDEC DO - 35 SOT - 23 SOT - 33
29max R pE——— |
*51mm’1£ a1 g5 LQ-‘—" .ﬁ.gh - —»l23 ’._
/J,‘t'é’. l T T : !%mln 2 f
Pl =13 4 IO LR
0,01 min } & ‘g b i0,75 3 fe1s “0'9
Y ﬁ ¢ I [:5 —» ;“f“ Hres l;g:i" ! 254*254 254 Oﬁi‘zsm
_,oﬁm”Lf oiamax o
<sz4 VD72000'§

Die Farbkennzeichnung
beginnt an der
Katodenseite.
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MIKROWELLEN-HALBLEITERBAUELEMENTE

Mikrowellen-Mischdioden

Typ Art fir Frequenzbereich Rauschzahl ZF-lmpedanz Masbild
AAY 34 26...40 GHz 8,5 dB 750 Q 101
AAY 39 6 dB
AAY 39 A 1...18 GHz 7 dB 350 Q) 102

Ge-Punktkontakt-Dioden
AAY 50 (R) bis 12 GHz 6,2 dB 400 Q 103
AAY 51 (R) 7 dB
AAY 52 (R) 12...18 GHz 8 dB 270 Q 104
BAW 95 D Silizium- 7,8 dB
BAW 95 E y . 8...12 GHz 7.2 dB 300 Q 105
BAW 95 F Schottky-Barrier-Dioden 68 dB
CAY 13 . . 106
Galliumarsenid- -
CAY 14 - orDi bis 12 GHz 6,5 dB 350 Q 105
CAY 15 Schottky-Barrier-Dioden 102
6477_,
[‘e,aoo
0,762_,, 1,27
0,686 1,02
T T T §h32
1. 4175 9251 2565 ] 7 1t b ok % 1.37 3; 3
i et npudam Al =SB
vY720028 — L] * l l i ’
~ 55 *1:35’ A el e el — le1 N 20
i i
Ma8blid 101 MaBbild 102 MaBbild 103
Die Katodenseite ist Die Katodenseite ist Anode am Gehéuse,
rot gekennzeichnet. rot gekennzeichnet. roter Farbpunkt;
R: Katode am Gehéuse,
griner Farbpunkt.
A
$150 0,813
; 7518 6350 K _K I z,geais,t% I ‘__\—l 20,076
550 ¥ oes Yso 7417 %628 #2337 max
# 5. rors %6 ¥
1 o) 5,055 e | T
i -2 2 e o2 220
;: “g:.lls‘ 1448 | 0762, ‘1,572
19,43 ™ min ' lg,aeemux
18,67 V720029 19,126
MasBbild 104 MasBbild 105 Magblid 106

Anode am Gehause,

roter Farbpunkt;

R: Katode am Gehause,

blauer Farbpunkt.

26
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Die Katodenseite ist
rot gekennzeichnet.
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MIKROWELLEN-HALBLEITERBAUELEMENTE

Mikrowellen-Varaktordioden

Typ Art Ausgangsfrequenz bis Ausgangsleistung ma|)é.i g{le’:‘lust- MaBbild
g
BAY 96 ' 500 MHz 20 W 20 W 107
BXY 27 s A 2 GHz > 5 W 4 W 108
BXY 28 Silizlum-Planar-Epftaxial- 4 GHz S 35W 35W 108
BXY 29 9 GHz > 03W 1w 108
BXY 32 10 GHz 20 mwW 1w 108
CAY 10 50 mW 108
CXY 10 Galliumarsenid-Dioden . 50 GHz 50 mW 109
CXY 12 > 50 mw 300 mW 109
ott—————— 31,8 max -——-1
M) I le-22 L 170ele- 183 [—@1.27 —
10-32UNF-2A 203 N 152 0063 |-
Tl R A
= .
33 e~ _4 — mJ“’ a‘}“’ —-- o’ 1 ds,
max ux Ve 12000 300 1.?2 A K L'52 99 A 025
I L l vemoms I: 0178
Masblild 107 : MaBbild 108 MaBbild 109
Gunn-Effekt-Elemente fiir Mikrowellen-Oszillatoren
Typ Frequenzbereich Ausgangsleistung Spannung Strom MagBbild
CXY 11 A 8 (> 5 mw
CXY 1 B 8...12 GHz 12 (> 10) mW 7V 140 mA 110
CXYy 11 C 20 (> 15) mwW
CXY 13 D 25 (> 20) mW
OXY 13 E 8...12 GHz 35 (> 30) mW 9V 140 mA 110
CXY 14 A 8 (> 5 mw
CXY 14 B 12...18 GHz 12 (> 10) mW 6V 140 mA 110
CXY 14 C 20 (> 15) mW

oﬁ&a’%— - -

l vZTR00m2

MaBblld 110
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SILIZIUM-Z-DIODEN, SILIZIUM-LEISTUNGS-Z-DIODEN

Kennwerte Absolute Grenzwerte
. MaB-
Typ *) Uy AU, /A9 ry bei I, Iy m Iy v P 9, R u bi"’l‘ q
\" mV/grd Q mA A A W °C grd/mw
BZX 61/C7V5 75 (7,1..7,9) + 6 < 6 20 0,0016
bis bis 3 1,3 175 0,12 111
BZX 61/C75 75 (71...79) + 60 < 135 5 0,016
BZX 70/C10 10 (9,4...10,6) + 7 < 4 50 0,235
bis bis 5 2,5 150 0,06 112
BZX 70/C75 75 (71...79) + 70 < 100 10 0,03
BZX 79/C4vV7 47 (4,4..5,0) — 14 | < 80 10 0,08
bis bis - 0,4 200 0,44 113
BZX 79/C75 75 (71..79) + 60 < 255 2 0,005
BZY 78 53 (5,1...5,6) ~ 0 18 11,5 25 mA 0,28 150 0,45 114
BZY 88/C3V3 3,3 (3,1..3,5) — 23 80 0,13
bis bis 5 0,25 0,4 175 0,31 114
BZX 88/C30 30 (28...32) + 26 < 95 0,012
BZY 91/C10 (R) | 10 (9,4...10,6) 5 |< 04 2000 6,5 Riha:
bis bis 100 75 175 1,5 grd/W 115
BZY 91/C75 (R) 75 (71...79) 71 < 26 500 0,9
BZY 93/C7V5 (R)| 7,5 (7.1...7,9) 3 0,04| 2000 2,5 Rina:
bis bis 20 20 175 5grd/W 116
BzY 93/C75 (R) 75 (71...79) 70 2 200 0,25
BZY 96/C4V7 47 (4,4...50) — 06 25 100 0.3
bis bis 3,5
BZY 96/C9V1 9,1 (8,6...9,6) + 64 1,8 50 1,5 175 0,1 117
BZY 95/C10 10 (9,4 ...10,6) 7 0,75 50
bis bis 5
BZY 95/C75 75 (71 ...79) 70 20 10 0,02
*) Die Typenreihen sind nach U, gemas der E-24-Reihe abgestuft.
STAB'STOREN Siliziumdioden mit engtolerierter DurchlaBspannung (+ 5 %)
Kennwerte Absolute Grenzwerte
: MaB-
Typ U AU/ A9 re bei I Iem P Ug B, Rinu bild
v mV/grd Q mA mA mw \" °C grd/mw
1,25 — 4 60 1
BZX 75/C1vV4 14 — 33 < 10 10
1,9 -— 6 90 1
BZX 75/C2v1 21 _ 5 < 15 10
250 400 10 175 0,35 114
27 — 8 120 1
BZX 75/C2V8 28 — 66 < 90 10
3,2 — 10 150 1
BZX 75/C3Vé 36 — 82 < 25 10
SI LI Z I U M R E F E R E N Z SCHALTU N G E N mit sehr kleinen Temperaturkoeffizienten
= = zur Erzeugung von Bezugsspannungen
AU, /Adg MaB-
e Yz Az U, 'z 2 Ya bitd
BZX 48 4,6 mV < *1-10%grd
BZX 49 65V 5% 9,1 mV < +2-10-%grd max. 10 mA 35 (< 50) Q 0..70°C 118
BZX 50 23 mV < *+5-10%/grd
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MaBbild 111
JEDEC DO - 15

$272
max

==
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A
E?S{- min—e

L ¥
re—16Max —wje-2554min-=|

Masbild 112 MasBbild 113 Masbild 114
SOD - 18 JEDEC DO - 35 JEDEC DO -7
4max_nicht verzinnt 5 b1 x| 2max nicht verzinnt
008 -] $105 {=+51min* g 2 - # 052
max i___j__ r max @| i max
4 965 A . LKt S L J— ¥
T mox — T ~ mex b7 ~ ] T
T T A b 1 K
le-26 min——L—125rmx-~—24 min - 3] J
VR720005 VX 720007 n n
i—13 min —
254minsle—76 max—s-te-254min-
VX 720004
Die Farbkennzeichnung Farbring: Katodenseite
beginnt an der
Katodenseite.
MaBbild 115 MaBbild 116 Masblid 117
JEDEC DO -5 JEDEC DO -4 JEDEC DO -1
i‘ —-6.95— max - z‘ ma:.qw‘jE 3
& | - : :
T ! ‘
max.7,1% ¥ a
- > a :‘ b max.7, iz" { ot - ﬂz
: = 1] l@ :
£8 % ¥ s []]85¢
% H iy
¥ E ,§ L
' Sl F t i max.5,08" ‘ K T w
= S5h ) Be % . . “
3l &k Tl
o K
2 i I
——max‘.9,7’<—
BZY 91/... BZY 93/... Katode am Gehéuse
Katode am Gehduse Katode am Gehéuse
BZY 91/...R BZY 93/... R

Anode am Gehause

MaBbild 118
JEDEC TO - 18
mit 2 Anschlissen

Die Katode ist mit dem

Gehause leitend verbunden.

Anode am Gehéuse

a
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SILIZIUM-GLEICHRICHTERDIODEN
Absolute Grenzwerte Kennwerte bei #, = 25 °C
Typ Upwwm Uam Ieav Iem 3, Ug bei I ln bei Up MaBbild
v \ A A °C Vv A pA \'

BY 118 ) 300 300 5 14 150 < 12 14 < 100 300 121
BY 127 800 1250 1 10 150 < 15 5 < 10 1250 122
BYX 10 800 1600 0,36 3 150 < 16 2 < 1 800 123
BYX 36/150 100 150 100

BYX 36/ 300 200 300 } 0,8 5 125 1,1 5 < 1 200 124
BYX 36/600 400 600 400

1) fiir Horizontalablenkung in FS-Empféngern

SILIZIUM-HOCHSPANNUNGS-GLEICHRICHTER fiirFernsehempfianger

Absolute Grenzwerte Kennwerte bei 9 = 75 °C
Typ Unwm Uawm Ie av Iem 3, Ug bei I lg bei Up Magbild
kv kv mA mA °C Vv mA pA kv
BY 176 15 15 2,5 250 95 < 35 100 < 7 15 1256
BY 184 1,5 1,8 2 100 75 < 5 100 < 10 1,5 126
BY 185 35 35 2,5 200 85 < 120 200 <10 35 127
BY 187 10 10 25 200 85 < 26 100 < 4 10 126
SILIZIUM-GLEICHRICHTER in Briickenschaltung
Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ Ui rus loav Iom B, U bei Ie Masbild
\ A A °C \ A
BY 164 60 14 5 150 2x1 1 128
BY 179 280 1 5 125 2x1 1 128
MaBbild 121 MaBblild 123 MaBbiid 127
SOT - 9/2 JEDEC DO - 14 :
2 max_nicht verzinnt 86 max
' :I A ek
gz A 1 T ¥ f
max 08 67 ® :} @0
} J t L
t254 min A
sl 5 b VK720 75 5 be-
MaBbiid 124
JEDEC DO - 15
g272
max 008

max. 314

f——143% ~—»

o max.3

H
}‘__-_

[e—min.9 —sle- max.94 -+

MaBbild 122
SOD - 18

4max_nicht verzinnt

I
98 A R I S
max j

’ [4-26 Min—mta-125Maxste—24 min -—J
VX 720007

A K ;dggbllzdsﬂa
— - }Zlf: §

254 min—ste—76Max—wte-254min

MaBbild 125
SOD - 33

3max nicht verzinnt 2,2’5

——I i ~l ok
LI— _._.B_AA“
*
EZO min 25,5 max 20 min

Magblid 126
SOD - 34

VXT20003

I— 2max nicht verzinnt —]

9056
L —-I f—— - r e
o35 A |

max

| s { gt

e 254
min

H,2max

= Bmin
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Typ Absolute Grenzwerte Kennwerte
Katode Anode Urwm UrrmM Ieav lerm CA Ug bet I Ry [MaBbild
am Gehause am Gehause i v A A °C A2 A grd/W
Germanium-Gleichrichterdioden
AYY 10/120 95 120 3,8 12 75 < 0,7 12 5 131
Silizium-Gleichrichterdioden
BYX 13/800 BYX 13/800 R 400 800
BYX 13/1200 BYX 13/1200 R 600 1200 20 100 150 <2 100 1,1 132
BYX 13/1600 BYX 13/1600 R 800 1600
BYX 32/200 BYX 32/200 R 200 200
BYX 32/ 400 BYX 32/400 R 400 400
BYX 32/600 BYX 32/600 R 600 600 150 750 190 <186 500 0,4 133
BYX 32/1000 BYX 32/1000 R 1000 1000
BYX 32/1600 BYX 32/1600 R 1200 1600
BYX 38 5 300 BYX 38 5 300 R 200 300
BYX 38 /600 BYX 38/600 R 400 600
BYX 38/900 BYX 38/900 R 600 | 900 6 20 | 1o <2t 1 ° 131
BYX 38/ 1200 BYX 38/1200 R 800 1200
BYX 42 ; 300 BYX 42 5 300 R 200 300
BYX 42/ 600 BYX 42/600 R 00 800
BYX 42/900 BYX 42/900 R 600 900 10 60 175 <14 15 3 131
BYX 42/1200 BYX 42/1200 R 800 1200
BYX 48 ; 300 BYX 48 5 300 R 200 300
BYX 48/600 BYX 48/600 R 400 600
BYX 48/900 BYX 48/900 R 600 900 6 36 175 <18 15 45 | 131
BYX 48/1200 BYX 48/1200 R 800 1200
BYX 52 ; 300 BYX 52 ; 300 R 200 300
BYX 52/ 600 BYX 52/600 R 400 600
BYX 52 /900 BYX 52/900 R 600 900 40 450 175 <18 150 08 134
BYX 52/1200 BYX 52/1200 R 800 1200
Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
BYX 50/200 BYX 50/200 R 200 200
BYX 50/300 BYX 50/300 R 300 300
BYX 50/400 BYX 50/400 R 400 400 6 40 150 < 1,95 20 35 131
BYX 50/500 BYX 50/500 R 500 500
BYX 50/600 BYX 50/600 R 600 600
BYX 55/300 300 350 Rey u:
BYX 55/500 500 550 1.2 8 125 <15 5 70 135
MaBbiid 131 MaBbild 132 MaBblld 133 MaBblid 134 MaBbild 135
JEDEC DO - 4 SOD - 5/1 SOD - 8/3 JEDEC DO - 5 SOD - 18
128
=\
iR
1100
2 LVl
max.é f— f 3 2 3. —P&..Q,SH—
. ©, -
- L T : 7 1 g
N s [0 ' :
o ‘nx ﬁ c
Ve § I it o lemax.153% %-E 5
331 M £ M
Al 1Y s Nfa==F
% H g 1 n 2l ‘ =
‘E?'a'E = S| & 3
ol —+ M12 fe— 4 ¥ s
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GLEICHRICHTERDIODEN fiir die Leistungstechnik

Typ Absolute Grenzwerte Kennwerte
Katode Anode Urwm le av Ierm By Ug bei ¢ Ugrr Ry |MaBbild
am Gehéause am Gehause Vv A A °c Vv A v grd/W
Silizium-Gleichrichterdioden mit kontrolliertem Durchbruchsverhalten
BYX 25/600 BYX 25/600 R 600 750-1050
BYX 25/ 800 BYX 25/800 R 800 20 440 175 < 18 50 1000-1320 1,3 136
BYX 25/1000 BYX 25/1000 R 1000 1250-1600
BYX 39/600 BYX 39/600 R 600 750-1600
BYX 39/800 BYX 39/800 R 800 6 120 175 < 20 20 1000-1600 4,5 137
BYX 39/1000 BYX 39/1000 R 1000 1250-1600
BYX 40/600 BYX 40/600 R 600 750-2000
BYX 40/ 800 BYX 40/800 R 800 12 250 175 < 25 50 1000-2000 2,2 137
BYX 40/1000 BYX 40/1000 R 1000 12502000
BYX 45/600 R 600 750-2000 R
BYX 45/800 R 800 15 15 150 < 145 5 | 1000-2000 thu 138
BYX 45/1000 R 1000 1250-2000 70
Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden mit kontrolliertem Durchbruchsverhalten
BYX 30/200 BYX 30/200 R 200 250-1050
BYX 30/ 300 BYX 30/300 R 300 375-1050
BYX 30/ 400 BYX 30/400 R 400 14 310 150 < 82 50 500-1050 1,3 136
BYX 30/500 BYX 30/500 R 500 625—-1050
BYX 30/600 BYX 30/600 R 600 750-1050
BYX 34/200 200 250-515
BYX 34/300 300 375-640
BYX 34 /400 400 70 1000 150 < 1,85 300 500-770 0,4 139
BYX 34 /500 500 625-900
- I R - R J/01
Silizium-Hochspannungs-Gleichrichter in Keramikrohr ard/W
BYX 29 ; 75 000 75 kV 2 88 3,2
BYX 29 /100 000 100 kV 116 2,7
BYX 29 /125 000 125ky | SOMA | 250mA | 125 < 145 SOmA 16 140
BYX 29/150 000 150 kV <175 1,6
MaBbild 136 MaBbild 137 MaBhblid 138 MaBbild 139 MaBbild 140
JEDEC DO - 4 JEDEC DO - 4 JEDEC DO - 1 SOD - 5/3 SOD - 19
—] 1 73 s—
E?r_ 20%t02
3 !
i . o~
(x4 x
!
~ w0
€
£
@ bl
$28%
-’max.af;-s_ ! = PR
max.4,8 3 ' o gg8sg
¥ K : g 2883 :0—:—
07 — ~<I I
. 1 3 e | — 2223
o, max.4 s ant N e e X X X x
y € *I T J -'——f amaom
. L 4 min & m
- « 4 I - 3.
z ) é max.7,1# j ~j J‘-;a%( ‘ ‘ s % ~ ::
@ 5 i . 78 s i g ]l 19 < e-19,5%
5 € o I g F] ‘ max ] . ] ) g £
— » 11 % iy ot = e l
S @ = -3 E o 35 % = E l
si ) 83 2 sl | e nuiiEE '
=20 3 = i 8 o w <
© £ V2720108 =
2 ;7_1;; ;-—L—— 2 T ’—u 207202 lea—
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Typ Absolute Grenzwerte Kennwerte
it stoBspitzen- ) U, s / bei | R MaBbild
itz | UrAM | frav Ierm| % & & H Up bei g th &
Durchbruch \Y A A °C Vv mA | mA \ A grd/W

BT100A/300R 300

BT 100 A / 500 R 500 2 20 100 2 10 4 <14 5 8 141
BT 101 /300 R 300 2,0 10

BT 101 /500 R 500 2,0 10

BT 102/300 R s00 | 85| 50| 125 | 55 | 5 <23 20 3 142
BT 102/500 R 500 2,5 50

BTY79/100R /05 100

BTY79/200R /05 200

BTY 79 5 400 R/ 05 400

BTY79/500R /05 500

BTY 79/ 600 R 600 6,4 60 125 2,5 25 10 <23 20 3 142
BTY79/700R 700

BTY79/800R 800

BTY 79/1000 R 1000

BTY87/100R 100

BTY 87/200R 200

BTY 87/400R 400

BTY 87 /500 R BTX 35/ 500R 500 12 140 125 3,5 65 10 <3 50 1,6 143
BTY 87/600R BTX 35/ 600R 600

BTY87/700R BTX 35/ 700R 700

BTY87/800R BTX 35/ 800R 800

BTW 47/ 600RM | 600
BTW 475 800 RM | 800
BTW 47/1000 RM | 1000 4 | 150 | 125 | 35 | 150 [<200| <3 50 1 144
BTW47/1200RM | 1200 | |
BTW 47 /1400 RM | 1400
BTW 47 /1600 RM | 1600

BTY91/100R 100
BTY91/200R 200
BTY 91/400R 400
BTY 91/500 R BTX 36/ 500R 500 16 200 125 3 40 10 < 2 50 1,6 143
BTY91/600R BTX 36/ 600R 600
BTY91/700R BTX 36/ 700R 700
BTY 91/800R BTX 36/ 800R 800

BTX 48/1000 R 1000
BTX 48 /1200 R 1200 16 200 [ 125 | 35 65 10 < 27 50 1 143
BTX 48/1400 R 1400

BTW92/ 600RM| 600
BTW 92; 800RM | 800
BTW 92 /1000 RM | 1000 125 | 35 | 150 | <200 <23 50 1 144
BTW 92/1200 RM | 1200 20 200 ’
BTW 92/ 1400 RM | 1400
BTW 92 /1600 RM | 1600

MaBbild 141 MaBbild 142 Masbild 143 Masblid 144
JEDEC TO - 64 JEDEC TO - 48
76max|
e —e{76max
7 K !
95 ! 32 Y
la—11,5 X 5
r :{-— A r—LSxLS“ o & 1619 DG ;lﬁ %oa’i
: 6 G 26
; w ) [ == = i[ ‘ig _ -3,5" o g. mx max 57
] Ly $ = 1 =% B max
- K f (S I B4 e
" 3% @ = : By swie ¥ ' 0 !
o 10,
L “ A 2} 3” 5 -+ W 28UNF swi” F '
T T ) 10 - 32 —» E?,ﬂ % g T VX720039 r%\%:sx M6
—J L—3,3' UNF — & hal - ,}‘%3 [ 4 VX7200992
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Typ Absolute Grenzwerte Kennwerte
;n’:)i;::&?‘zpsi‘tgsetrgm Urem | Teav | Term| P Ug lg Iy U bei I Ry, s [|MaBbild
Durchbruch Y A A °C Vv mA mA \ A grd/W
BTX 81/100 R 100
BTX 81/200R 200
BTX81/400R 400
BTX 81 /500 R 500 20 200 | 125 35 80 | <100 <18 50 1 145
BTX81/600R 600
BTX 81/700R 700
BTX 81/800R 800
BTX 82/100R 100
BTX 82/200R 200
BTX 82/400R 400
BTX 82/500R 500 26 350 | 125 35 80 | <100 <14 50 1 145
BTX 82/600 R 600
BTX 82/700R 700
BTX 82/800R 800
BTW 24/ 600 RM 600
BTW 24/ 800 RM 800
g;w gz ; :ggg :m :ggg 30 400 | 125 3,5 150 | <200 < 21 100 0,6
BTW 24 / 1400 RM 1400
BTW 24 /1600 RM | 1600
BTX 37/500R 500
BTY9S/G00R | BIX3r/cooR 80| s0| 700 125| 3 80| 10| <33 50 | o0s 146
BTY 95/800 R BTX 37/800R 800
BTX 38 5 500 R 500
BTX 38/600 R 600
BTX 38/ 700 R 700 70 | 1000 | 125 3 70 10 <25 500 0,4 146
BTX 38/800 R 800
BTX 49/1000 R 1000
BTX 49/1100 R 1100 70 | 1000 [ 125 3 80 | <150 < 35 500 03 146
BTX 49/1200 R 1200 :
BTW 23/ 600 RM 600
BTW 23/ 800 RM 800
BTW 23/1000RM | 100
BTW23/1200RM| 1 208 70 | 1000 | 125 2,5 200 | <200 <25 500 0,3 147
BTW 23/1400 RM | 1400
BTW 23 /1600 RM 1600
96 .88,
MaBbild 146 12*x 20 U:; ;: ¢'3‘g.: rot 10mm? ;%i‘.‘mmrm Dicke {.9,
A ‘ )
e —l bicke 32
¥ . | g T ! 6
O e : el
285 «0
o210, __m:;s . A_‘J i |
2026 min- i ‘;
157 J I
w? |
10, ‘
176 VE7Z 0041
MaBbild 147 96 88
wer 923 R fOmn? 65 i Dicke 35
Masbild 145 i 4 X
JEDEC TO - 48 b o p
M2 < Dicue&%
omax ! J . ¥ I gelb T ! G
2 PR Bl le L Bullle
n —* '%ux 420
‘ R __J ®
-—gq‘ﬁ—-c—sa,s min

222

max

=

SWiL ?

max

*r&g -

[}
T
A i

o LJ w2

Tvim200%

157 J

®7
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TRIACS (Bidirektionale Thyristoren)

) Absolute Grenzwerte Kennwerte
Typ + Uprwm It RMs 9, Us s Ug bei I Ry [MaBbild
\ A °C \ mA \ A grd/W
BTX 94/ 400 400
BTX 94/500 500
BTX 94/ 600 600
BTX 94/700 700
BTX 94/ 800 800 25 125 3 150 <23 50 1 151
BTX 94 /900 900
BTX 94 /1000 1000
BTX 94/1100 1100
BTX 94 /1200 1200

BIDIREKTIONALE SI LIZ' U M 'TR'GGERDIODE zur Z(ihdung von Thyristoren

Typ Ugr ler AU Iw Usryr-Ugrr [MaBbild

BR 100 32+4v 100 pA =6V 2A <3V 152

SILIZIUM-PNPN-PLANAR-THYRISTOR-TETRODE fo S e e erhren

Typ Usak R Ia- la Iy ot tq Pioy 9, MaBbild
BRY 39 max. 70V | max.250 mA | max. 100 mA| <0,25mA <03ps <3us 250 mW 150 °C 153
MaBbiid 151 MaBbild 152 MaBbild 153
JEDEC TO - 48 JEDEC DO - 14 JEDEC TO - 72
DIN18A4

—ammax76
:?"L max.052%{fe~
o
" A 8
m_a.x T% max.a,‘z‘-‘ pom
A il P
Qone i S 5 P
(14,28mm) % g max.48® e
.
'é QX 2 ¥ l € i g‘
? o ] u 3
~ & 3 s Ao® L |
14" % 28 UNF~—} é 8 3 E i 4
o = -
L g z Wl @
hax 635 t ] _[ a! E

Der Anoden-SteueranschluB G,
ist mit dem Gehéuse leitend
verbunden.
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y21 e
Va1
Yize

Yizb

P, P

R

Rth U
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Bedeutung der Formelzeichen

Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung bei offenem Emitter
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung bei offener Basis

Kollektor-Emitter-Spannung
bei ohmschem BasisabschluB

Kollektor-Emitter-Spannung
bei kurzgeschlossener Emitterdiode

Kollektor-Emitter-Restspannung
Ausgangsspannung

Kollektorstrom

Mittelwert des Kollektorstromes
Scheitelwert des Kollektorstromes
Kollektor-Reststrom bei offenem Emitter
Gleichstromverstarkung in Emitterschaltung

Kleinsignal-Stromverstarkung in Emitter-
schaltung bei kurzgeschlossenem Ausgang

Vorwartssteilheit (Transmittanz) in Emitterschaltung
Vorwartssteilheit (Transmittanz) in Basisschaltung
Ruckwartssteilheit (Remittanz) in Emitterschaltung
Riickwértssteilheit (Remittanz) in Basisschaltung
Rauschzah!

Frequenz

Transit-Frequenz

Gesamtverlustleistung
ohneBem. beid; = 25°C
mit ( ) beid, = 45°C
mit - - beid, = 50°C
mit < > beidg = 45°C
mit / / beidy = 25°C
Ausgangsleistung
Steuerleistung

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht
und Gehéuseboden

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht
und Umgebung

Leistungsverstérkung
Wirkungsgrad
Gehausetemperatur
Sperrschichttemperatur

Umgebungstemperatur Y

Dioden, Z-Dioden, Gleichrichterdioden, Thyristoren

Ue DurchlaBspannung
Ug Sperrspannung
Up av Mittelwert der Sperrspannung

Upwm, Urrm Spitzenwert der Sperrspannung

Upwm Grenzscheitelsperrspannung

Ugr) r Durchbruchsspannung

UG oberer Streuwert der Ziindspannung

U, Spannung im Durchbruchsgebiet

Uy rus Effektivwert der Transformatorspannung
Ig DurchlaBstrom

I av Mittelwert des DurchlaBstromes

Iem, Term Scheitelwert des DurchlaBstromes

In Sperrstrom

1, Strom im Durchbruchsgebiet

Iy v Mittelwert des Stromes im Durchbruchsgebiet
Iz m Scheitelwert des Stromes im Durchbruchsgebiet
lo av Mittelwert des Ausgangsétromes

lom Scheitelwert des Ausgangsstromes

Is oberer Streuwert des Ziindstromes

Iy Haltestrom

c Kapazitat

for Grenzfrequenz

P Verlustleistung

Qg Sperrverzugsladung‘

R a Warmewiderstand zwischen Sperrschicht

und Gehauseboden

R u Warmewiderstand zwischen Sperrschicht
und Umgebung

dynamischer Widerstand im Durchbruchsgebiet
Zindzeit
t,. . Freiwerdezeit

Sperrverzégerungszeit (reverse recovery time)

© dg . = . Gehéusetemperatur
B Sperrschichttemperatur
s Umgebungstemperatur
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